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VALVO ZWEIGBUROS

Berlin 1000 Berlin 30, Martin-Luther-StraBe 3-7,
Tel. (030) 2106-350/351
Essen 4300 Essen, DreilindenstraBe 75-77, Tel. (0201) 236001

Frankfurt/Main 6000 Frankfurt/M., Theodor-Heuss-Allee 106,
Tel. (0611) 7913370

Miinchen 8000 Miinchen 2, RidlerstraBe 37, Tel. (089) 5104-372...375
Stuttgart 7012 Fellbach, HhenstraBe 17, Tel. (0711) 523013...16

VALVO DISTRIBUTOREN

RTG-Coordimat Hermann Kaets GmbH & Co.

HVZ, Hallesche StraBe 1
6800 Mannheim-Vogelstang
Tel. (0621) 708888

FS 04-63 304

Walter Danohli

KeithstraBe 26
1000 Berlin 30

Tel. (030) 2611586
FS 01-83208

DITTHA

Deutsche ITT-Handelsgesellschaft
mbH & Co.

Hans Hager

Martener Hellweg 27
4600 Dortmund-Dorstfeld
Tel. (0231) 17887

FS 08-22398

ELKOSE GMBH

Daimlerstrafle
7141 Stuttgart-
Schwieberdingen
Tel. (07150) 31041
FS 07-23892

Enatechnik
Elektronik-Distributor GmbH
BirkenstraBe 107

4000 Disseldorf 1

Tel. (0211) 666145

FS 08-586865

Gonda Elektronik GmbH

SalierstraBe 25

7012 Stuttgart-Fellbach

Tel. (0711) 511838/39 oder 511071
FS 07-254663

Innere Laufer Gasse 21-23
8500 Nurnberg

Tel.: (0911) 221386

FS 06-22424

Walter Kluxen

Bauelemente fur Elektronik
NordkanalstraBe 52

2000 Hamburg 1

Tel. (040) 2489276/255

FS 02-162074

Miitron Miller & Co. KG
BornstraBe 22

2800 Bremen

Tel. (0421) 310485

FS 02-45325

Retron GmbH

Elektronische Bauteile und Gerdte
Rodeweg 20/Kasseler LandstraBe

3400 Gottingen
Tel. (0551) 92007
FS 09-6733

Sasco GmbH

Hermann-Oberth-Str. 16
8011 Putzbrunn bei Minchen
Tel. (089) 464061/69

FS 05-29504

Spoerle Electronic

Bauelemente Distributor KG
Otto-Hahn-StraBe 13

6079 Sprendlingen

Tel. (06103) 604-1

FS 04-17903

J. W. Zander & Co. GmbH

WilhelmstraBe 3a
7800 Freiburg/Brsg.
Tel. (07 61) 21861
FS 07-72639



VALVO HALBLEITERBAUELEMENTE

Das vorliegende Heft soll dem Zweck dienen, einen Uberblick iber das VALVO-
Fertigungsprogramm zu geben. Es enthdlt eine Aufstellung aller Transistoren,
Dioden, Z-Dioden, Gleichrichterdioden, Thyristoren, Triacs, Halbleiterbauele-
mente fir die Optoelekironik, Infrarot-Detektoren und Mikrowellen-Halbleiter-
bauvelemente mit Angabe der wichtigsten Grenz- und Kennwerte.

Die ausfiihrlichen technischen Daten sind den nachstehend aufgefihrten VALVO-
Handbichern zu entnehmen:

Feldeffeki-Transistoren

Transistoren, Standardtypen

Transistoren, professionelle Typen fir Analog- und Digital-Anwendungen
Halbleiterdioden und Transistoren fir Dinn- und Dickfilmschaltungen
Halbleiterbauelemente fir die professionelle HF-Technik
Halbleiterdioden

Halbleiterdioden fiir die Leistungstechnik
Thyristoren, Triacs, Triggerelemente
Halbleiterbavelemente fir die Optoelektronik

Infrarot-Detektoren

Halbleiterbauelemente, die nur noch fiir Ersatzzwecke vorgesehen sind, wurden

im vorliegenden Heft nicht bericksichtigt.

Das vorliegende Heft enthdlt keine Aussagen iber die Lieferbarkeit.

VALVO

Unternehmensbereich Bauelemente der Philips GmbH
2 Hamburg 1, BurchardstraBe 19, Postfach 106323
Telefon (040) 3296-1, Telex 2161891 vav d






TYPENVERZEICHNIS

Typ { Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
AA 119 32 ® BAX 12 32 BCY 55 16 BD 652 24
® BAX 13 32 ® BCY 56 16 BD 675 2%
® AAZ 15 32 BAX 14, 32 BCY 57 16 BD 676 2%
® AAZ 17 32 ® BAX 15 32 ® BCY 58 16 BD 677 2%
® AAZ 18 32 ® BAX 16 32 @ BCY 59 16 BD 678 2%
® BAX 17 32 BCY 65 16 BD 679 2
® AC 125 14 @ BAX 18 32 ® BCY 70 16 BD 680 24
® AC 126 14 ® BCY 71 16 BD 681 2%
° :g :% }Z BAY 96 57 @ BCY 72 16 BD 682 2%
° (K) ® BCY 78 16
AC 132 14 Eg 182 32 @ BCY 79 16 BDX 35 2%
® AC 187 (K) 14 BB 204 34 ® BCY 87 16 @ BDX 36 24
® AC 188 (K) 14 BB 205 34 @ BCY 88 16 BDX 37 24
@ BCY 89 16 ® BDX 42 24
AD 161 22 BBY 31 34 ® BDX 43 24
AD 162 22 ® BD 115 22 BDX 44 24
@ BC 107 14 ® BD 131 22 BDX 45 24
AEY 29 (R) 58 @ BC 108 14 ® BD 132 22 ® BDX 46 24
AEY 31 (A) 58 ® BC 109 14 ® BD 135 22 BDX 47 24
12 @ BC 140 14 ® BD 136 22 ® BDX 62 24
AF 106 @ BC 141 14 ® BD 137 22 @ BDX 63 2%
AF 109 R 12 BC 146 14 ® BD 138 22 @ BDX 64 2%
® AF 121 ;'g ® BC 160 14 BD 139 22 ® BDX 65 24
AF 124 5 @ BC 161 14 BD 140 22 @ BDX 66 26
AF 125 :2 ® BC 177 14 BD 181 22 @ BDX 67 26
® AF 126 4 @ BC 178 14 BD 182 22 BDX 77 26
AF 127 19 ® BC 179 14 BD 183 22 BDX 78 26
AF 139 s BC 200 14 BD 201 22 BDX 91 26
AF 239 o BC 264 8 BD 202 22 BDX 92 2
AF 239 § i @ BC 327 14 BD 203 22 BDX 93 26
AF 306 b BC 328 14 BD 204 - 22 BDX 94 26
AF 367 - ® BC 337 14 BD 226 22 BDX 95 26
AF 369 BC 338 14 BD 227 22 BDX 96 26
AF 379 12 BC 368 14 BD 228 29
BC 369 14 BD 229 22 BDY 20 26
T = ® BC 546 14 BD 230 22 BDY 38 26
BA 189 34 ® BC 547 14 BD 231 22 @ BDY 90 26
BA 216 39 ® BC 548 14 @ BD 232 22 @ BDY 91 26
BA 217 32 & BC 347 by @ BD 233 22 @ BDY 92 26
BA 218 32 ® BC 550 @ BD 234 22 @ BDY 93 26
BA 219 32 ® BC 556 o @ BD 235 22 BDY 94 26
BA 220 32 e BL27 by @ BD 236 22 ® BDY 9 26
32 @ BC 558 1 ® BD 237 22 BDY 97 26
el ® BC 559 14 BD 238 22
BA 243 34 %0 14 .
BA 244 34 ® BC S by BD 262 22 @ BF 115 12
BA 314 32 ® BC 635 y BD 263 22 BF 180 12
‘A 315 32 @ BC 636 BD 266 22 BF 181 12
B 5 @ BC 637 14 BD 267 22 BF 182 12
o 32 ® BC 638 e BD 291 22 BF 183 12
16 32 ® BC 639 14 BD 292 22 BF 184 12
o ot 35 ® BC 640 - BD 293 22 BF 185 12
AT 08 14 BD 294 22 BF 198 12
BAT 31 57 BCW 30 14 BD 329 24 BF 199 12
58 BD 330 2% @ BF 200 12
BAT 39 (A) BCWY 31 14 BD 331 2% BF 240 12
BAT 51 (R) 58 BCW 32 14 BD 332 2% . BE 241 12
BAT 52 (R) 58 BCW 33 14 333 2% BF 244 8
BAT 59 58 BCW 69 14 &b "
BCW 70 14 BD 334 24 @ BF 245 8
® BAV 10 32 BCW 71 14 BD 335 24 @ BF 246 8
o BAY 19 3 BCW 72 T BD 439 2% | eBri 12
BAV 19 32 ®
: BAV 20 32 BCX 17 16 @ BD 434 2% BF 336 16
@ BAV 21 32 BCX 18 16 @ BD 435 2% @ BF 337 16
BAV 45 32 BCX 19 16 @ BD 436 2% BF 338 :g
BAV 46 58 BCX 20 16 @ BD 437 2% BF 362 1z
BAV 70 32 BCX 51 16 @ BD 438 2% BF 363 12
BAV 71 58 BCX 52 16 BD 643 2% BF 422 e
BAV 72 58 BCX 53 16 BD 644 2% BF 423 16
BAV 96 58 BCX 54 16 BD 645 24 @ BF 450
BAV 97 58 BCX 55 16 BD 646 24 BF 451 12
BAYV 99 32 BCX 56 16 @ BD 647 2% BF 457 16
BCx 59 i | ®Bpee 2 BF 480 1
W 56 32 BCX 59 16 BD
gﬁw 62 32 BCX 78 16 BD 650 24 BF 469 16
BAW 95 58 BCX 79 16 BD 651 2% BF 470 16

@® Vorzugstyp, ab Distributor-Lager lieferbar




TYPENVERZEICHNIS

Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
BF 480 12 BLX 13 28 BSV 17 18 BXY 50 56
BF 494 12 BLX 14 28 BSV 52 18 BXY 51 56
BF 495 12 BLX 15 28 BSV 68 18 BXY 52 56
BF 936 12 BLX 65 28 BSV 78 10 BXY 60 56
BLX 66 28 BSV 79 10
BFQ 10 8 BLX 67 28 BSV 80 10 ® BY 127 38
BFQ 11 8 BLX 68 28 @ BSV 81 10 ® BY 164 38
BFQ 12 8 BLX 69 A 28 ® BY 176 38
BFQ 13 8 BLX 91 28 BSW 41 18 ® BY 179 38
BFQ 14 8 BLX 92 28 ® BSW 65 18 @ BY 188 38
BFQ 15 8 BLX 93 28 ® BSW 66 18 ® BY 206 38
BFQ 16 8 BLX 94 A 28 ® BSW 67 18 BY 207 38
BLX 95 28 ® BSW 68 18 BY 208 38
BFR 29 8 BLX 96 28 BY 209 38
BFR 30 8 BLX 97 28 ® BSX 19 18 BY 223 38
BFR 31 8 BLX 98 28 @® BSX 20 18 BY 224 38
BFR 49 10 ® BSX 21 18 BY 225 38
BFR 53 10 BLY 53 A 28 ® BSX 45 18 BY 226 38
BFR 63 10 BLY 57 28 ® BSX 46 18 BY 227 38
BFR 64 10 BLY 58 28 BSX 47 18 BY 277 38
BFR 65 10 BLY 59 28 BSX 59 18 BY 476 38
BFR 84 8 BLY 60 28 BSX 60 18
@ BFR 90 10 BLY 87 A 28 BSX 61 18 BYW 19 42
BFR 91 10 BLY 83 A 28 ® BSX 62 18
BFR 92 10 BLY 89 A 28 ® BSX 63 18 ® BYX 10 38
BFR 93 10 BLY 90 28 BSX 64 18 BYX 25 42
BFR 94 10 BLY 91 A 28 BSX 95 18 .40 4z
BFR 96 10 BLY 92 A 28 BSX 96 18 BYX 38 42
BLY 93 A 28 BYX 39 42
BFS 17 12 BLY 94 28 BSY 51 18 BYX 42 42
BFS 18 12 ® BSY 52 18 BYX 49 42
BFS 19 12 BPW 22 48 @ BSY 53 18 BYX 50 42
BFS 20 12 BPW 26 52 @ BSY 54 18 BYX 55 38
BFS 22 A 28 ® BSY 56 18 BYX 71 42
B8 224 3 @ BPX 25 48 BSY 79 18 BYX 72 42
BFS 28 8 BPX 29 48 BYX 90 42
BT 126 45 BYX 91 43
BFT 24 n BPX 70 s BT 127 45 BYX 96 42
G e L BPX 71 48 BT 128 45 BYX 97 42
1 BYX 98 42
& SEW D 8 ekl pr BT 143 )t BYX 99 42
@ BFW 11 8
BFW 12 8 ® BPX 95 42 BZV 10 35
BEW 13 & BPX 98 48 BTW 23 4k ok o
BTW 24 Lk
- - BPY 13 48 BTW 30 4k BZV 12 35
s | Wi | W | v | 3
BFW 46 28 BR 101 41 i e py- BZW 70 37
GE AL = BRX 44 “ BTW 34 46 BZW 91 87
. g;w 312 13 BRX 45 4 BTW 40 4k BZW 93 o
BEW 93 10 BRX 46 41 BTW 41 46 R 4%
BRX 47 41 BTW 42 m
® BZX 61 36
BRX 48 4 BTW 43 46
@ BFX 34 16 ) 28 i BZX 70 36
@ BFX 89 10 BRX 49 “ gTW = e @ BZX 75 34
- 18 ® BRY 39 41 BTW 92 44 W o
BFY 51 16 ® BRY 56 “ BZX 87 36
BFY 52 16 BTX 94 46 BZX 90 35
BFY 55 16 BSR 50 18 BZX 91 35
BEY 68 20 BSR 60 18 @ BU 205 26 BZX 93 35
@ BFY 90 10 BSR 61 18 BU 207 A 26
@ BU 208 A 26 BZY 88 36
BG 1895 40 @ BSS 38 18 BU 209 A 26 BZY 91 36
BG 1898 40 @ BSS 50 18 BU 326 (A) 26 BZY 93 36
® 555 41 e BZY 95 36
BGY 22 (A) 30 @ BSS 52 18 ® BUX 80 26 BZY 96 36
BGY 23 (A) 30 BSS 60 18 BUX 81 26
BGY 32 30 BSS 61 18 ® BUX 82 26 CAY 10 57
BGY 36 30 BSS 62 18 BUX 83 26
BSS 68 18 ® BUX 84 26 ® CNY 22 52
BLW 60 28 BUX 85 26 CNY 23 52
BLW 64 28 BSV 15 18 ® BUX 86 26 CNY 26 52
BLW 75 28 BSV 16 18 BUX 87 26 CNY 27 52

® Vorzugstyp, ab Distributor-Lager lieferbar




TYPENVERZEICHNIS

Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
® CNY 42 52 @ LDR 07 54 1 N 4446 32 2 N 3822 8
® CNY 43 52 ® 1 N 4448 32 2 N 3823 8
CNY 44 52 ® OA 90 32 1 N 4885 57 2 N 3866 28
CNY 46 (A) 52 ® OA 91 39 1 N 5152 57 2 N 3924 28
CNY 47 (A) 52 ® OA 95 32 1 N 5153 57 2 N 3926 28
CNY 48 52 1 N 5155 57 2 N 3927 28
1 N 5157 57 2 N 3963 20
CQY 11 B 50 ON 285 A . 2 N 3964 20
caQY 11 ¢ 50 o . ® 2N 1613 20 2 N 3966 10
® CQY 2 A 50 i ¥ ®2 N 1711 20
CQY 25 50 ORP 13 54 ® 2 N 1893 20 2 N 4031 20
CQY 46 50 ORP 60 54 2 N 4032 20
CQY 47 50 ® ip e o @ 2 N 2102 20 2 N 4033 20
CQY 49 B 50 ORP 62 54 ® 2 N 2218 (A) 20 2 N 4035 20
CQY 49 C 50 ® ORP 69 54 ® 2 N 2219 (A) 20 ® 2 N 4036 20
CQY 50 50 2 N 2221 (A) 20 ® g Tr:ll 28817 128
xR oww  |w | ciyEES B GNG
® CQY 54 50 RPY 31 a4 ® 2 N 2369 (A) 20 2 N 4093 10
CQY 58 50 ® RPY 33 54 ® 2 N 2405 20 2 N 4220 8
CQY 61 B 50 RPY 35 34 ® 2 N 2646 4 2 N 4221 8
CQY 61 C 50 RET 86 a4 ® 2 N 2647 4 2 N 4222 8
CQY 63 52 RPY 51 24 2 N 2894 (A) 20 2 N 4347 26
CQY 64 52 RPY 56 54 ® 2 N 2904 (A) 20 2 N 4391 10
CQY 79 50 ® RPY 58 A 54 ® 2 N 2905 (A) 20 ® 2 N 4392 10
® CQY 81 50 ® RPY 71 54 2 N 2906 (A) 20 2 N 4393 10
® CQY 84 50 RPY 75 (A) B ® 2 N 2907 (A) 20 2 N 4406 20
CQY 88 50 RPY 76 (A) 54 2 N 4407 20
® CQY % 50 RPY 77 54 ® 2 N 3019 20 2 N 4416 8
® CQY 95 50 RPY 78 54 2 N 3020 20 2 N 4427 28
® CQY 9 50 RPY 83 54 @ 2 N 3053 20 2 N 4856 10
® CQY 97 50 ® 2 N 3055 26 2 N 4857 10
RS.70.. .. 2 N 3375 28 2 N 4858 10
CXY 10 57 RS 72 ... } 54, 55 2 N 3439 20 2 N 4859 10
CXY 11 56 RET7S... 2 N 3440 20 2 N 4860 10
CXY 12 57 ® 2 N 3442 26 2 N 4861 10
CXY 14 56 1 N 821 35 2 N 3553 28
CXY 16 56 1N 823 35 2 N 3632 28 ek -
CXY 17 56 1 N 825 35 2 N 3700 20
CXY 18 56 1 N 827 35 2 N 3701 20 61 SV 54
CXy 21 56 ® 1 N 4148 32 ® 2 N 3771 26 62 SV 5%
@1 N 4150 32 ® 2 N 3772 26
@ LDR 03 54 @1 N 4151 32 ® 2 N 3819 8 7632 54
@ LDR 05 54 @1 N 4154 32 ® 2 N 3820 8 7634 54

@® Vorzugstyp, ab Distributor-Lager lieferbar




FELDEFFEKT-TRANSISTOREN

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung + Upbs Ugs Ip (lc) Po Gk, Oy
\' \4 mA mW °C
BC 264 A i
BC 264 B N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-
BC 264 C Transistoren fir rauscharme NF-Verstdrker 40 =~ (19) 300 10
BC 264 D
BF 244 A
BF 244 B
BF 244 C N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren
BF 245 A fur Gleichstrom-, NF- u. HF-Verstdarker 30 — 30 =10 [300] 150
BF 245 B
BF 245 C
BF 246 A
BF 246 B 25 — 25 (10) [300] 150
BF 246 C N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffeki-
BF 256 A Transistoren fir HF-Anwendungen
BF 256 B 30 — 30 (10) [300] 150
BF 256 C
BFQ 10
BFQ 11
BFQ 12 .
N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt- _
g;g :2 Doppel-Transistoren fir Differenzverstarker 30 30 30 (10) [250] 200
BFQ 15
BFQ 16
BFR 29 N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor 30 + 10 20 200 125
BFR 30 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren
BFR 31 fir Dinn- und Dickfilmschaltungen 23 — 28 1043) 200 i
N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor-Tetrode,
BFR 84 Verarmungstyp, mit integrierten Schutzdioden, 25 + 6 50 300 175
fur HF-Anwendungen
BFS 21 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-
BFS 21 A Transistorpaare, fur Differenzverstdrker d =30 20 (19) i 200
BFS 28 N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor-Tetrode 20 + 8 20 200 135
BFW 10
BEW 11 30 — 30 20 (10) 300 200
340 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffeki-Transistoren 30 —30 10(5) — 150 — 200
BFW 61 25 — 25 20 (10) 300 200
2 N 3819 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor 25 — 25 (10) 360 150
2 N 3820 P-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor 20 20 (10) 200 125
2 N 3822 50 — 50 (10) 300 175
2 N 3823 30 — 30 (10) 300 200
2 N 4220 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren
2 N 4221 30 — 30 15 300 175
2 N 4222
2 N 4416 30 — 30 (10) 300 200
N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistorpaar
ON 265 A mit gemeinsamer S-Kuhlschelle P ~ 4 [80] 150
MaBbild 1 MaBbild 2 MaBbild 3 MaBbild & MaBbild 5
SOT - 54 JEDEC TO - 92 JEDEC TO - 71 JEDEC TO -72 SOT-23
DIN18 A 4
[ ———2.9max—— -1
19
: 6SD Tﬁ ’51‘1‘;4‘;’_ Q’/‘} m"
poulll 14 m’g‘ Frs 1 o [§
LTSS T i ‘ i i
! $52 0,01min -
+{4,8max e [ max gl g d -; £
52 n?—:;x h } 4 41‘
max . . Losamax
: T * U ”U i
’—H 12,7 n ” . max
eI gg:uq- w w

—
0048

v

X

min
VZ720095
VET0iee/e

8 048 max

| 048
N

! VX720026 6/8

Das Substrat B ist mit dem
Metallgehduse verbunden




fir Verstdrkeranwendungen

Kennwerte
Ips s bei Ups -Up bei Ups und Ip ly21 s| bei f Rinu MaBbild
mA \'% \' \% vA mS KImW
2 — 45 > 2,5
3,5— 6,5 > 3,0
5 _ 8 15 > 0,5 15 0,01 <35 1 kHz 0,42 1
7 — 12 > 4,0
2 — 6,5
6 — 15 15 2
12 — 25
9 65 0,5— 8 15 0,01 3,0—6,5 1 kHz 0,25
6 — 15 15 1
12 — 25
30 — 80
60 —140 15 0,6—14,5 15 0,01 23 1 kHz 0,25 2
110 —250
3 — 7
6 — 13 15 0,5—-7,5 15 200 5 1 kHz 0,25 1
11 — 18
AUgs = 5 mV
10 mV
10 mV
0,3— 10 15 0,5— 3 15 0,001 10 mV 0,5 3
15 mV
20 mV
50 mV
10 — 40 15 < 15 0,1 > 6 1 kHz 0,5 4
4 — 10 25 1 —4 1 kHz
1 — 5 10 & 05 10 0,0005 1.5—4.5 1 kHz 0,62 5
15 1 kHz
20 — 65 10 1,5— 3,8 10 10 15 200 MHz 0,5 6
18 500 MHz
> 1 15 < 6 15 0,0005 =1 1 kHz 0,59 7
< D 20 100 12,1 200 MHz 0,55 6
8 — 20 <8 > 3.5
4L — 10 15 el 15 0,0005 >3 1 kHz
1 — 5 < 2,5 > 2
02— 1,5 15 <12 15 0,0005 21 1 kHz 0,59 8
=2 1 kHz
2 — 20 15 <8 15 0,002 216 10 MHz
> 2 1 KHz
2 — 20 15 <8 15 0,002 S 16 100 MHz 0,347 2
> 0,8 1 kHz
0,3— 15 — 10 <8 — 10 0,01 207 10 MHz 0,5 2
3 — 6,5 1 kHz
2 — 10 15 < 6 15 0,0005 3 100 MHz 0,5 8
> 3,5 1 kHz
4 — 20 15 <8 15 0,0005 < 32 200 MHz 0,59 8
0,5—= 38 < 4 2.5
2 — 6 15 <6 15 0,0001 3,5 1 kHz 0,5 9
5 — 15 <8 4,5
5 — 15 15 <6 15 0,001 > 4,5 1 kHz 0,59 8
02— 4 5 < 1,5 5 0,001 > 0,7 1 kHz 7
MaBbild 6 MaBbild 7 MaBbild 8 MaBbild 9
JEDECTO-T72 2 x JEDEC TO -72 JEDEC TO - 72 JEDEC TO - 72
DIN18A L 2XDIN18A4 DIN18A 4 DIN18 A4
mit Kihlschelle .\«Q ©
s \\il\‘\ >\€i
% N 2
y T %
5 2_15: f!
L8 58 b '7/ < D
max max G S
P48 o
v 1 Pl
i t = T
& ERHLRE: x 2
1 ? - P

min ﬂ
! vmo06 38

Der AnschluB S, B ist mit dem
Metallgehdause verbunden.

9048
max

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgehause verbunden.

il [

VXT200%61/8

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgehduse verbunden

min ﬂ ”
T ,H_‘oms
max

! vemoas e

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgehause verbunden
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FELDEFFEKT-TRANSISTOREN

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung + Ubs Usso Ip (Ic) Piot s
\% \' mA mW °C
BSV 78 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffeki-
BSV 79 Transistoren fir Schalteranwendungen 40 — 40 (50) 350 175
BSV 80 und MeBzerhacker
N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor
BSV 81 (Verarmungstyp) fir MeBzerhacker 30 & 10 30 200 125
2 N 3966 30 — 30 (10) 300 200
2 N 4091
2 N 4092 40 — 40 (10) /1800/ 200
2 N 4093 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffeki-
2 N 4391 Transistoren fir Schalteranwendungen
2 N 4392 40 — 40 (50) /1800/ 200
2 N 4393 -
2 N 4856
2N 48T | N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt- a0 = & (30) a4l e
Transistoren fir Schalteranwendungen
2 N 4859 und MeBzerhacker
2 N 4860 30 — 30 (50) 360 200
2 N 4861
HF-TRANSISTOREN (Silizium-NPN)
Absolute Grenzwerte Rih u
Typ Ucso Uceo Ic av lem Piot 9y (Rih G)
\'% \'% mA mA mW °C K/W
BFR 49 20 15 25 25 — 300 — 150 300
BFR 53') 18 10 50 100 — 180 — 150 500
BFR 63
5 00 00 3500 150 25
BFR 64 w« " = 2 " . (28)
BFR 65 40 25 400 1000 > 5000 < 200 (15)
BFR 90 20 15 25 25 — 180 — 150 500
BFR 91 15 12 35 35 — 180 — 150
BFR 92') 20 15 25 25 — 180 — 150 500
BFR 931) 15 12 35 35 — 180 — 150
BFR 94 30 25 150 300 ® 3500 @ 200 (15)
BFR 96 20 15 75 150 — 500 — 175 250
BFT 24 8 5 25 5 [30] 150 500
BFT 257) 8 5 2,5 5 [30] 150 500
BFW 16 A
40 25 150 300 > 1500 < 200 50
BFW 17 A
BFW 30 20 10 50 100 250 200 700
BFW 92 25 15 25 50 [130] 125 400
BFW 93 18 10 50 100 [190] 150
BEw ot 30 15 25 50 200 200 880
BFY 90
') fur Dinn- und Dickfilmschaltungen
MaBbild 11 MaBbild 12 MaBbild 13 MaBbild 14 MaBbild 15
JEDEC TO - 18 JEDEC TO - 72 JEDEC TO-72 (Keramik-Gehduse) SOT-23
DIN 18 A 3 DIN 18 A 4 DIN18 A 4
NN
T 1 Y ' '6‘0’%
,,?g', 2.5L7 ns\‘:x 254 i - 2,9 max -
LJ ,7 .L F A : :-9 -
G/ S 095 ‘
“;';.23 £ B8 %
Xy L £i
"5'£' n?‘:x (e y &
- \l
<043 max

{ o ) |

?048
wroossve ™ max

Das Gate G ist mit dem

127

min ﬂ I]
VX7200366/8

9 0,48 max

Das Substrat B ist mit dem

10 Metallgehduse verbunden. Gehéause leitend verbunden.

min

VX7200361/8

© 048 max

Der AnschluB s ist mit dem
Gehause leitend verbunden




fir Schalteranwendungen

Kennwerte Rihu
Ips s bei Ubs - Up bei Ups und Ip DS ein DS aus MaBbild
mA \' v v wA Q GQ K/mW
> 50 3,75—11 £ 25
> 20 15 2 -7 15 0,001 < 40 0,43 11
> 10 1 — 5 < 60 |
ahnlich BFR 29 dhnlich BFR 29 < 50 > 10 0,5 12
> 2 20 4 — 6 10 0,01 < 220 0,59 13
> 30 5 —10 < 30 Rih G:
= 15 20 2 -7 20 0,001 < 50
> 8 1 —5 < 80 0.1 1
50—150 4 —10 < 30
25— 75 20 2 -5 20 0,001 < 60
5——_110 0,5 — 3 - < 100
> 50 4 —10 < 25
20—100 15 2 — 6 15 0,0005 < 40
8— 80 0,8 — 4 < 60 0,49 1
> 50 4 —10 %25
20—100 15 2 — 6 15 0,0005 < 40
8— 80 0,8 — 4 < 60
fir Breitbandverstdrkung
Kenn- und Betriebswerte
fr bei Ic Ve bei Uce Ic f F bei f MaBbild
GHz mA dB \Y% mA MHz dB MHz
5 14 10 10 14 2 GHz 4 2 GHz 14
22 200
2 25 10,5 5 30 800 < B 500 15
5 75 1 20 70
= L 166 Zgg 6 200 16
= 1,2 75 &5 20 70 800
19 200
= 152 200 i5 20 200 800 16
5 14 19,5 10 14 500 2,4 500 17
5 30 16,5 5 30 500 1.9 500
5 14 18 10 14 500 2,4 500 15
5 30 16,5 5 30 500 1,9 500
3,5 90 13,5 20 90 500 5 500 16
5 50 15 10 50 500 3,3 500 17
2.3 1 17 1 1 500 3,8 500 17
2,3 1 18 1 1 500 3,8 500 15
16 200
1,2 150 6.5 18 70 800 <6 200 .8
14 150 16 18 70 200
1,6 50 7,5 5 30 800 <5 500 19
1,6 25 11 10 10 800 4 500 17
1,7 50 10,5 5 30 800 < 5 500
1,2 25 22 10 8 200 3,3 200 19
1,4 25 8 10 14 800 55 800
MaBbild 16 MaBbild 17 MaBbild 18 MaBbild 19
SOT - 48/3 SOT - 37/4 JEDEC TO -39 JEDEC TO -72
DIN5C3 o DIN 18 A 4

0.5max

\ ’ max
88—

8
E

o
o

—f= e
ol

=

Fe———12,4 min ——— 7720087

62

min

i~

127

max

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden.

-

VX720036/8

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgeh&use verbunden.
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HF-TRANSISTOREN

X d Absolute Grenzwerte
nwendaun
Typ g Ucso Uceo lcav Iem P 1ot 9,
Vorstufen | Mischstufen | ZF-Stufen \ \4 mA mA mwW °C
Germanium-PNP-Transistoren
AF 106 bis 225 MHz | bis 260 MHz 25 18 10 10 (60) 90
AF 109 R bis 225 MHz 20 15 10 10 (60) 90
AF 121 bis 108 MHz .| bis 120 MHz | bis 40 MHz 25 10 15 140 75
AF 124 bis 108 MHz
AF 125 KW, MW, LW| bis 120 MHz
32 15 10 10 60 75
AF 126 MW, LW MW, LW | bis 10,7 MHz
AF 127 MW, LW MW, LW 450 kHz
AF 139 bis 860 MHz | bis 900 MHz 20 15 10 10 (60) 90
AF 239 bis 860 MHz " " o . - 0
AF 239 S bis 860 MHz
AF 306 bis 225 MHz | bis 260 MHz 25 18 15 15 — 6 — 90
AF 367 bis 860 MHz 56 i a5 " e "
AF 369 bis 900 MHz
AF 379 bis 900 MHz 20 13 20 20 (100) 90
Silizium-NPN-Transistoren
BF 115 bis 108 MHz | bis 120 MHz | bis 40 MHz 50 30 30 30 (145) 175
BF 180 bis 860 MHz
0 20 20
BF 181 bis 900 MHz . e I 2
bis 900 MH
= ok = 25 20 15 15 150 175
BF 183 Osz.bis9200MHz
o f bis 108 MHz | bis 120 MHz | bis 10,7 MHz 30 20 30 30 (145) 175
BF 198 30
B0 40 MHz 40 1 25 25 500 150
BF 200 bis 225 MHz 30 20 20 20 150 175
BE 200 KW, MW, LW | bis 10,7 MHz 40 40 25 25 250 125
Wy bis 900 MHz | bis 900 MHz 30 20 20 20 —120— 125
BF 480 bis 1 GHz 20 15 20 30 —140— 125
L4 bis 108 MHz | bis 120 MHz | bis 10,7 MHz 30 20 30 30 [300] 150
BFS 17) bis 860 MHz | bis 900 MHz 25 15 25 50 200 150
BFS 18') . . :
ALt bis 108 MHz | bis 120 MHz | bis 40 MHz 30 20 30 30 200 150
BFS 20') bis 40 MHz 30 20 25 25 200 150
Silizium-PNP-Transistoren
BF 324 bis 108 MHz | bis 120 MHz 30 30 25 25 (250) 150
BE bis 108 MHz |KW, MW, LW | bis 10,7 MHz 4 40 25 25 (250) 150
BF 936 bis 225 MHz | bis 260 MHz 30 20 25 25 (250) 150
1) fur Dunn- und Dickfilmschaltungen
MaBbild 21 MaBbild 22 MaBbild 23 MaBbild 24 MaBbild 25
JEDECTO-72 DIN 18 B 4 JEDEC TO -72 SOT - 54 SOT - 37
DIN18 A 4 DIN 18 A 4

127
min

VX720036/8

12

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgehdause verbunden.

J ﬂJ'L@@@

max

127

min ﬂl]
T Jl.oos
max

VZ72001/8

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgeh&duse verbunden.

=
12,7 ”

=

VXT2003%62/8

[
™ I

,“_Qng,ﬁa

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgeh&duse verbunden.

VE720122/8 [l

” m; n
.E¢
00,48 max

46

1,'5max

E c ]
1
<77m|r:44<—wmm-» — \Es'}
%ﬁ'—l %
V¥ 720080 )



fir HF-Kleinsignalverstidrkung

Kennwerte bei ¥y = 25°C Betriebswerte )
|y21e | |Y21b f l Y12e [ |y1zb, bei f fr Vo F bei f Rihu MaBbild
mS$S mS wS uS MHz MHz dB dB MHz K/mW
27 500 200 220 17,5 55 200 o ’
37 170 200 16,5 48 200
80 100 35 ‘
5% o ¥od 270 19 45 100 0,45 22
16 450 100 14 8 100
15 450 100 o 1
34 80 10,7 75 ’ 0,75 23
32 100 10,7 22 1,5 1
37 4 0,45 36 0,45
14 400 800 ]
k. ™ 550 11 7 800 0,75 21
650 14 5 800
22 325 800 0,75
780 15 % 5§ 800 o
500 > 14 5 200 0,5 2%
26 600 900 800 12 6 900
= 0,6 25
550 10,5 65 900
1250 18 5 800 0,45 25
33 220 100 230 4 100 0,9 23
29 780 800 675 9 7 900 o3 "
27 780 800 600 8 900 .
18 1500 900 650 10 74 900 i N
18 1300 900 800 12. 900 .
35 A 10,7 300
33 220 100 220 Z 100 0.9 23
105 47 400 42 3
170 67 35 550 43 35 025 26
56 160 100 28 2 100
70 180 200 650 22 27 200 1,0 21
380 15
37 18 10,7 o : 0,2 0,4 26
800
900 900 e 11 45 500 0,58 27
48 1000 900 1600 15 33 800 0,5 28
33 500 100 260
34 490 100 200 4 100 0,25 26
1300 45 500
200 4 100
260 4 100 642 @
450
100 220 100 450 3 100 0,42 2%
37 2% 10,7 325 2 0,1 0,42 26
350 > 14 5 200 0,42 2%
MaBbild 26 MaBbild 27 MaBbild 28 MaBbild 29
SOT -54 SOT -37/6 SOT -37 SOT-23
2,9 max
01 "09 L
8% — | g4Bmaxfe— s, =095 =
' 2+7 ,,:J 3 !
mTax ' E B ;
<ot Bmaix o= 0,01 min é g
1 === c . ~
2 | = :

I
L

VET2022118 | 0048
max

vzrzos

Der Punkt kennzeichnet
den KollektoranschluB.

13



TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ueso  Ucko lc av Icm Prot Dy
\4 \'4 mA mA mW °C
nelz PNP, fur NF-Vor- und -Treiberstufen 32 12 200 200 220 90
AC 127 NPN 12 500 500 < 340 >
AC 128 PNP fir NF-Endstufen 32 16 1000 2000 < 1000 > 90
AC 132 PNP 12 200 200 < 500 >
AC 128 K PNP fur NF-Endstufen 32 16 1000 2000 < 1000 > 90
poch DNp fur NF-Endstufen 25 15 1000 2000 1000 90
AC 187 K NPN c:
AC 188 K PNP fur NF-Endstufen 25 15 1000 2000 1000 90
BC 107 . : 50 45
BC 108 SN rnEEptEe R rensiterEn 30 20 100 200 300 175
BC 1091) un reiperstuien 30 20
BC 140 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 80 40
BC 141 fir Verstarker- und Schalteranwendungen 100 g - T 100 =0 175
BC 146 NPN-Planar-Epitaxial, fur Hérgerdate 20 20 50 50 (50) 125
BC 160 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 40 40
BC 161 fur Verstarker- und Schalteranwendungen 60 60 1000 1000 < 3700 > 175
BC 177 e s ; 50 45
PNP-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren
E(C: :;g,) fir NF-Vor- und -Treiberstufen gg %g nit = S =
BC 200 PNP-Planar-Epitaxial, fir Horgerdte 20 20 50 50 (50) 125
BC 327 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 45
BC 328 fr Treiber- und Endstufen 25 R 0 625 150
BC 337 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 45
BC 338 fur Treiber- und Endstufen 25 aup 1000 625 150
BC 368 NPN Planar-Epitaxial-Transistoren
BC 369 PNP fur Endstufen kleiner Leistung 2 Teo EGR0 ano 150
BC 546 80 65
BC 547 NPN-Planar-Epitaxial- 50 45
BC 548 Transistoren fir NF-Vor- und 30 30 100 200 500 150
BC 549') -Treiberstufen 30 30
BC 550) 50 45
BC 556 80 65
BC 557 PNP-Planar-Epitaxial- 50 45
BC 558 Transistoren fir NF-Vor- und 30 30 100 200 500 150
BC 559') -Treiberstufen 30 30
BC 560') 50 45
BC 635 - . . 45 45
BC 637 ey mar EplitealTmnsistaren 60 60 1000 1500 800 150
BC 639 100 80
BC 636 — : 45 45
BC 638 S e 60 60 1000 1500 800 150
BC 640 100 80
BCW 29
=i f o PI Epitaxial-NF-T ist
anar-Epitaxial-NF-Transistoren
ggw g; NPN fir Dunn- und Dickfilmschaltungen a0 20 140 akd 200 19
BCW 33
BCW 69 PNP .
BCW 70 Planar-Epitaxial-Transistoren fur
Verstdrker- und Schalteranwendungen 50 45 100 200 200 150
ggw ;; NPN in DUnn- und Dickfilmschaltungen
') rauscharme Vorstufen-Transistoren
E\ B\ /C
MaBbild 31 8 c MaBbild 32 | / MaBbild 33 MaBbild 34
JEDEC TO -1 JEDECTO-1 7 { ¥I¥ JEDEC TO - 18 ; JEDEC TO - 39
DIN1A3 zli:tlzuﬁlimz l ‘ DIN 18 A3 f\«’\/\ DIN5C3
ke :
P *
‘L 34
32 -
¥ i, —————— | w7
l ! nax
LI ! 53
I i e 6,6
e s | 1. ~Der Kollektor e Der Kollektol max
P oo L Bmcn G-
KollektoranschluB. KollektoranschluB. ””” s verbunden. min JH v;l?ur?dee:use %
% —_ g
vx'fzml o [ - 4 8048
@043 vz 120098 max
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fir Verstdrker- und Schalteranwendungen

max

max

Kennwerte bei 9y = 25°C Rih U
B (8) bei Ic Icso bei Ucg UcE sat bei Ic fr (Rih ) MaBbild
mA wA \'% \' mA MHz K/mwW
95 > 13
135 30 *,,< 10 10 < 0,5 B 100 S 17 0,3 31
105 < 10 <1 500 > 15 (0,11)
90 50 < 10 10 < 0,6 1000 > 1,0 (0,04) 31
115 < 10 < 0,35 200 > 1,3 (0,05)
90 300 < 10 10 < 0,6 1000 = 1,0 (0,045) 32
< 100 < 0,8
200 300 < 200 25 <06 1000 S 1,0 (0,04) 31
< 100 < 0,8
200 300 < 200 25 <06 1000 > 1,0 (0,045) 32
110—450
110—800 2 < 15 (150°C) 20 0,25 10 300 0,5 33
200—800
< 100 (150 °C) 40
40—250 100 < 100 (150 °C) 60 0,6 1000 > 50 (0,035) 34
80—550 0,2 0,18 2 150 1,6 35
< 100 (150 °C) 40
40—250 100 < 100 (150 °C) 60 0,6 1000 > 50 (0,035) 34
(75—260)
(75—500) 2 < 10 (150°C) 20 < 0,6 10 150 0,5 33
(125—500)
50— 400 0,2 < 0/ 20 0,2 2 90 1,6 35
100— 600 100 < 5(150°Q) 20 < 0,7 500 100
0,2 36
100— 600 100 < 5(150°C) 20 < 0,7 500 200
85—375 500 < 10 25 == 10,5 100 65 0,156 37
110— 450
110—800
110—800 2 < 0,015 30 < 0,25 10 300
200—800
—800
= 0,25 36
75—250
75—475
75— 475 2 < 0,015 20 < 0,3 10 150
125—475
125—475
40—250
40—160 150 < 04 30 < 0,5 500 130
40—160
40— 250 0,156 37
40—160 150 < 01 30 < 0,5 500 50
40—160
120—260
215— 500 2 < 01 20 0,08 10 150
110—220 0,62 38
200— 450 2 < 01 20 0,12 10 300
420—800
j— 2 < o1 20 0,08 10 150
0,62 38
110—220
200— 450 2 < 0,1 20 0,12 10 300
MaBbild 35 MabBbild 36 MaBbild 37 MaBbild 38
SOT - 42 SOT - 54 SOT - 54 SOT-23
It 29 max -
055, , 955 CBE ECB 01 ~ s ™
r ' Y | e =095
I B ) 1 §
& Gy 4 _f\ :;f, : BT
} BCE riu‘zsg A A-—‘Z,SLm . ‘ B 3
e o 48 Siiinale 001min 5 g
i g v max 5 c 1 =
18 ! 52 52 3 [___] ;

I
A

VXT20046/8

I
Hﬂj_{

Rl
I,

VE 720122 31
En2012238

0048
.

max
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TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso  Ucko Ic av Iem Piot 9y
\'4 \'/ mA mA mW °C
BCX 17 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 45
BCX 18 for Dinn- und Dickfilmschaltungen 25 500 1000 310 150
BCX 19 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 45
BCX 20 fur Dunn- und Dickfilmschaltungen 25 aed 10 e 150
BCX 51 I . 45 45
BCX 52 o Eplt g Trepeitaren 60 60 1000 1500 1000 150
BCX 53 Ur Dinn- und Dickfilmschaltungen 100 80
BCX 54 T : 45 45
BCX 55 iy anCpu g T ST 60 60 1000 1500 1000 150
BCX 56 ir Dinn- und Dickfilmschaltungen 100 80
BCX 58 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 32
BCX 59 fir Verstirker und Schalter 45 10 200 ak 150
BCX 78 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 32
BCX 79 fir Verstirker und Schalter 45 100 — =00 150
NPN-Planar-Transistorpaar
BCY 55 fir Differenzverstdrkerp 45 45 2 x 30 2 x 60 (2 x 300) 175
BCY 56. NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 45 45
BCY 57 fir NF- und MeBverstarker 25 20 i - Bl Lk
2
gg¥ gg NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 25 % 200 200 < 1000 > 200
fur Verstarker und Schalter
BCY 65 60 100 100 < 1000 > 200
BCY 70 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 50 40
BCY 71 fur NF- und MeBverstarker 45 45 100 200 350 200
BCY 72 und Schalteranwendungen 25 25
BCY 78 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 32 32
BCY 79 fur Verstarker und Schalter 45 45 200 200 < 1000 > 200
BCY 87 .
NPN-Planar-Doppeltransistoren
BCY 88 fur rauscharme Differenzverstarker 43 40 2x 30 2x 30 2x 150 175
BCY 89
BF 336 i 185 180
NPN-Planar-Transistoren 3 W
BF 337 i e 250 200 100 200 200
BF 338 fur Video-Endstufen 300 295 (140°C)
BF 422 NPN Planar-Epitaxial-Transistoren
BF 423 PNP fir Video-B-Endstufen i & L i e
BF 457 o ; s 160 160
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren fir Video-
g; Zgg Endstufen, NF-Endstufen und Treiberstufen ggg ggg 100 300 P 10009 < 150
BF 469 NPN Planar-Epitaxial-Transistoren 1,8 W
BF 470 PNP for Video-B-Endstufen - 230 250 30 100 qipc 190
NPN-Planar-Epitaxial-Transistor
BFX 34 fir Versfdrkerpund € chiclier 120 60 2000 5000 /5000/ 200
BFY 50 80 35
BFY 51 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 60 30 1000 1000 < 5000 > 200
BFY 52 fir Verstdrker und Schalter 40 20
BFY 55 80 35 1000 1000 ® 4000 @ 200
MaBbild 41 MaBbild 42 MaBbild 43 MaBbild 44
SOT-23 SOT -89 SOT - 54 Aluminium-Klotz
CBE
2,9 max ol 20 é
9 ho‘gz‘ﬁ—' 4,2 e U .
B T M b
? = T B ¥ * —={4,8 max te— (e C S
. E = :
0,05min ‘ ? :_ r:’:x j B
i mlnIZ,7L-—

-

16

- c
— t
\
—={0y —l |e043max

VD72 00132

foe72 =0l

Die Transistoren sind
gegen den Aluminium-Klotz

isoliert.



fir Verstdrker- und Schalteranwendungen

Kennwerte bei 9y = 25°C Rih u
B bei Ic Ico bei Ucp UcE sat bei Ic fr (Rih G) MaBbild
mA ©wA \' \ mA MHz K/mW
100— 600 100 < 0,1 20 < 0,62 500 100
N 0,4 41
100—600 100 < 0,1 20 < 0,62 500 200
40— 250 '
40—-160 150 < 0,1 30 < 0,5 500 50
40—160 0,125 42
40—250
40—160 150 < 01 30 < 10,5 500 130
40—160 -
120—630 2 < 05 100 250
0,25 43
120—630 2 < 06 100 200
100—300 0,01 < 0,01 45 < 1 10 > 50 0,33 yAA
100—450 250
200— 800 2 <101 20 < 0,08 10 350 0,5 45
120—630 2 < 041 10 280
0,45 45
120— 460 2 < 07 50 250
> 50 < 0,01 40
> 100 10 < 0,05 40 < 0,25 10 > 200 0,5 45
> 50 < 0,05 20
120—630
120—460 2 < 0,22 10 180 0,45 45
> 100 0,05 < 0,005 20
> 100 0,05 < 0,02 20 > 50 1 46
> 100 10 < 0,01 20
> 20 30 < 107 50 130 (0,020) 47
> 50 25 < 0,01 200 < 20Y) 25 > 60 0,15 48
100
> 26 30 < 0,05 200 = 15") 50 90 (0,01) 49
250
> 50 25 < 0,01 200 < 20Y) 25 > 60 (0,02) 49
130 1000 < 1,0 5000 100 (0,035) 47
> 30 < 0,05 60 < 0,2 > 60
> 40 150 < 0,05 40 < 0,35 150 > 50
> 60 < 0,05 30 < 0,35 > 50 (0,035) 47
> 40 150 < 0,01 60 < 02 150 > 60
') HF-Kollektor-Emitter-Restspannung bei 9 = 150° C
MaBbild 45 MaBbild 46 MaBbild 47 MaBbild 48 MaBbild 49
JEDEC TO - 18 JEDEC TO - 71 JEDEC TO -39 SOT -54 JEDEC TO - 126
DIN 18 A 3 DIN5C3 SOT - 32 T P—
N 4 N 77777 LI
O o,
- X, i "
g 2’57 a 3 ~ Ecs % L e
N\ E 4,2 i
¢ B max i B
=0 = e #85 max o bles ]
1 mex 5 3 L’J 4,8 max L— 'l::,z
P "?fl 52 l
127 ) —f T ‘ l OBSE C‘ Bl vmzoofg
™ I o 1y . sl me el

i
VX720035/8

D048
max

-

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehause verbunden.

VX 720033/8
max
Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden.

VE720122.3/8

Il
”wa H”J_i

min

0048
max

—

Der Kollektor ist mit der
Montageflache verbunden.
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TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso Uceo Icav lcm Prot 9y
\'; \'/ mA mA mW . ®
BSR 50 NPN-Planar-Darlington-Transistoren 60 45
BSR 51 fir Schalteranwendungen 80 60 1000 2000 800 150
BSR 60 PNP-Planar-Darlington-Transistoren 60 45
BSR 61 fur Schalteranwendungen 80 60 1oce 2000 800 150
NPN-Planar-Epitaxial-Transistor zur Steuerung
RS a8 von Ziffern- und Zeichen-Anzeigershren 120 100 100 250 [300] 150
BSS 50 . A 60 45
NPN-Planar-Darlington-Transistoren
ggg g; fur Schalteranwendungen 1%% ?3% 1000 2000 15000/ 200
BSS 60 g ’ 60 45
PNP-Planar-Darlington-Transistoren
ggg g; fur Schalteranwendungen 188 gg 1000 2000 15000/ 200
PNP-Planar-Epitaxial-Transistor zur Steuerung
BSS 68 von Ziffern- und Zeichen-Anzeigerdhren ) 114 100 100 100 [300] 150
BSV 15 S ; 40") 40
PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren
ggx :3 fur Verstarker und Schalter gg:; gg 1609 L Wi =08
NPN-Planar-Epitaxial-Schalttransistor
BSV 52 fur DUnn- und Dickfilmschaltungen ad 12 0 200 200 150
PNP-Planar-Epitaxial, zur Steuerung
BSYV 68 von Ziffernanzeigershren 110 100 190 100 250 150
NPN-Planar-Epitaxial, fir Treiber-
BSW 41 stufen in Magnetkernspeichern 40 2 300 500 nwi 200
BSW 65 NPN-Planar-Epitaxial-Schalttransistor 80 80 1000 2000 I15WI/ 200
BSW 66 S g 100 100
pewe | KR et B 20 10 100 200 5w 20
BSW 68 150 150 -
BSX 19 (2 N 2368) NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren fur
BSX 20 (2 N 2369)  sehr schnelle logische Schaltungen 4 13 0 %0 20
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren zur
BSX 21 Steuerung von Ziffernanzeigeréhren 128 80 1007 250 300 175
BSX 45 S . 801) 40
BSX 46 SRR o Bltonl gl ranslghoun 100°) 60 1000 1000  /5W/ 200
BSX 47 120%) 80 )
BSX 59 g " - 45
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren fir
g§§ 2(1) Treiberstufen in Magnetkernspeicher’r?r . 70 22 1000 771?00 800 200
BSX 62 o ; 601) 40
BSX 63 Lk e e e S 80") 60 3000 3000 /5W/ 200
BSX 64 ur ndstufen und Sc (‘]_Vel" 100%) 80
BSX 95 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren
BSX 96 fur Verstdarker und Schalter - 75 w:io - 500 1000 RWI 290 -
BSY 51 60 25 500 500
BSY 52 60 25 500 500
BSY 53 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 75 30 750 750 /3W/ 200
BSY 54 fur Verstdrker und Schalter 75 30 750 750
BSY 55 120 80 500 500
BSY 56 120 80 500 500
NPN-Planar-Epitaxial-Transistor
BSY 19 zur Steuerung von Anzeigerdhren 120 40 30 N %Zd
') Uces
MaBbild 51 MaBbild 52 MaBbild 53
SOT - 54 SOT - 54 JEDEC TO - 39
DIN5C3
S o
CBE : 45°
1 ‘ % 5,08
P max 5
i :.-2,51_‘,., L /
—-"4.,3 max = c B
] j=—# 85 max -
852 — (
1 x : | ]
12,7 127 F,_
U H l H H [J" Der Kollektor 127
R ist mit dem min
e Metallgehiuse ﬂ J
D 0,48 max & D,TBTnax verbunden. vx770033/8 |08
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fir Verstdrker- und Schalteranwendungen

Kennwerte bei 9y = 25°C Rih U
B bei Ic ICB 0 bei ch UCE sat bei Ic f‘r (R,h G) MaBbild
mA vA \% v mA MHz K/mW
45
000 500 0,05 1,3
= 2 & 60 oZ 500 350 0.156 o]
> 2000 500 < 0,05 e <13 500 1000 1053}
> 20 4 < 0,2 90 < 0,7 4 > 60 0,25 52
. . L e | |
> 2000 500 < 0,05 g(()) < 1;3 500 350
15 (0,035) 53
> 2000 500 < 0,05 gg <1,3 500 1000
> 30 25 <10 100 < 0,25 25 > 50 0,25 52
40—250 < 0,13 40
40—250 100 < 0,13 60 < 1,0 500 > 50 (0,035) 53
40—160 < 0,1?) 80
> 40 10 < 01 10 < 0,25 10 > 400 0,62 54
> 30 25 < 10 (70°C) 100 < 0,25 25 95 0,5 55
= 15 500 0,5 30 < 07 500 > 250 (0,175) 55
> 30 500 0,1 40 < 0,4 500 80 (0,035) 53
50 < 0,4
> 30 500 < 0,1 60 < 0,4 500 80 (0,035) 53
75 < 0,5
20— 60 > 400
40—120 10 < 0,4 20 < 0,3 10 < 500 0,48 55
> 20 4 < 0,2 90 20,7 4 160 0,5 55
40— 250 < 0,03? 60 < 1,0 1000
40— 250 100 < 0,03? 60 = 1.0 1000 > 50 (0,035) 53
40—160 < 0,03?% 80 < 0,9 500
< 0,5
> 30 500 < 0,5 40 < 0,5 500 > 250 0,22 53
] < 0,7
63—250 40
63—250 1000 < 0,13 60 < 0,7 1000 > 30 (0,035) 53
63—160 80
40—-120
100— 300 ‘LSO < 01 75 < 0,2 150 > 100 (0,058) 53
40—120 < 0,1 30 < 0,8 100
100— 300 < 0,1 30 < 0,8 130
40—120 < 0,01 60 < 0,6 100
100— 300 150 < 0,01 60 <06 150 145 (0.058) 33
40—120 < 0,01 90 < 0,6 100
100— 300 < 0,01 90 < 0,6 145
> 30 il < 0,05 90 < 0,5 2 100 (0,15) 55
2) Ice s bei Uce=...
MaBbild 54 MaBbild 55
SOT-23 JEDEC TO - 18 R O
DIN 18 A 3 & ¥
[* 2,9max - i 1 ‘L‘;
01 I = o8 284 o ey -t
A A,
’ f " c B
0,01 min ) 1 | g é -%B..
- (4 T S y
|
\ % 1 mx
~0,85max=" o 1<043max 3

127

™

i
-——
VKT20035/8

0048
max

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehause verbunden.
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TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso Uceo lcav Icm Prot 9y
Y \% mA mA mW °C
2 N 1613 (BFY 67) | NPN-Planar-Transistoren
2 N 1711 (BFY 68) | fir Verstarker und Schalter i 80 - . 500 1000 f3WT 200
NPN-Planar-Transistor
2N 1893 fur Verstarker und Schalter 120 80 600 600 BWI 200
NPN-Planar-Transistor
2N 2102 fir Verstarker und Schalfer 120 65 1000 1000 /5W/ 200
2 N 2218 60 28
2N 2218 A NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 75
2 N 2219 fur Verstarker und Schalter 60 30 800 800 13WI 175
2N 2219 A 75 40
2 N 2221 gg 28
2N 2221 A NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren
2 N 2222 fur Verstarker und Schalter 60 30 800 800 N8WI- 175
2N 2222 A 75 40
2 N 2368 (BSX 19) NPN-Planar-Epitaxi :
- -Epitaxial-Transistoren
% : %ggg (ABSX 20) fur sehr schnelle logische Schaltungen o = e 260 200
NPN-Planar-Transistor
2 N 2405 for Verdbricer und Sehalier 120 90 1000 1000 /5W/ 200
N PNP-Schalttransistoren 12 12 200 200 360 200
2 N 2904 I I 20 20
2N 2904 A PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 0 0
2 N 2905 fir Verstarker und Schalter 60 40 600 600  /3W/ 200
2 N 2905 A 60 60
o N 2508 PNP-PI E I-T 28 28
2 N 2906 A -Planar-Epitaxial-Transistoren
2 N 2907 fir Verstarker und Schalter 60 40 600 600  /1,8W/ 200
Z N 2907 A 60 60
2 N 3019 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren
2 N 3020 fur Verstarker und Schalter 140 80 1000 1000 15 Wi 200
NPN-Planar-Transistor
2 N 3053 fir Verstarker und Schalter 60 40 700 700 ISWI 200
2 N 3439 NPN-Transistoren 450 350
2 N 3440 fisr Verstarker und Schalter 300 950 1000 1000  /10W/ 200
2 N 3700 NPN-Planar-Epitaxial-
2 N 3701 Verstarker-Transistoren 140 80 1000 1000 M1,8WI 200
AN o PNP-Planar-NF-Transistoren & 2 200 200 360 200
2 N 4031 = = . 80 80
2 N 4032 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 60 60 1000 1000 /4W/ 200
2 N 4033 fur Verstarker und Schalter 80 80
PNP-Planar-Epitaxial-Transistor
2 N 4035 fur Verstarker und Schalter 40 40 100 100 nwi 200
2 N 4036 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 90 65
2 N 4037 fir Verstarker und Schalter 60 A e TN AN heD
2 N 4406 PNP-Transistoren
2 N 4407 fur Verstarker und Schalter 80 80 2000 2000 /8,75 W/ 200
2 N 5415 PNP-Transistoren 200 200
2 N 5416 fur Verstarker und Schalter 350 300 1000 1000 rnowi 200

20

MaBbild 61
JEDEC TO -39
DIN5C3

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehdause verbunden.




fir Verstdrker und Schalteranwendungen

Kennwerte bei 9y = 25°C Rinu
B bei Ic lcBo bei Uce UcE sat bei Ic fr (RihG) MaBbild
mA wA \'% \% mA MHz K/mW
40—120 > 60
ga=i 150 < 0,01 60 <15 150 ol (0,058) 61
40—-120 150 < 0,01 90 < 5,0 150 > 50 (0,058) 61
40—120 150 < 0,002 60 < 0,5 150 > 120 (0,035) 61
40—-120 50 < 0,4 > 250
40—120 60 < 0,3 > 250
100— 300 150 < 0,01 50 < 04 150 < 250 (0,05) 61
100— 300 60 < 0,3 > 300
40—-120 28 < 0,4 > 250
40—120 < 0,3 > 250
105 350 150 < 0,01 & o 150 e (0,083) 62
100—300 60 < 0.3 > 300
20— 60 < 0.3 > 400
40—120 10 < 0,4 20 <03 10 > 500 0,48 62
40—-120 < 0,2 > 500
60—200 150 < 0,01 90 < 0,5 150 > 120 (0,035) 61
40—150 10 < 0,2 > 400
40—120 30 < 10 (125°€) 6 < 019 30 Z 800 (0,146) 62
28—120 == 8,82
—120 < 0,01
b 150 = i 50 < 04 150 > 200 (0,058) 61
100—300 < 0,01
40—120 < 0,02
40—120 < 0,01
b 150 S o 50 < 04 150 > 200 (0,097) 62
100—300 < 0,01
100—300 > 100
o 150 < 0,01 90 < 0,2 150 =12 | ooy 61
50—250 150 < 0,25 30 < 1,4 150 > 100 (0,035) 61
40—160 20 < 0,5 50 > 15 (0,0175) 61
100—300 > 100
L 150 < 0,01 90 <02 150 e (0,097) 62
100—450 > 40
i 1 < 0,25 10 > o 0,485 62
40—120 60 > 100
100—300 100 < 0,05 50 < 0,15 150 > 150 (0,044) 61
100—300 60 > 150
50— 300 10 < 0,14 10 > 450 (0,175) 62
40—140 < 0,02 < 0,65
o 150 = 60 ot 150 > 60 | (0,025 61
2—100 150 0,025 60 0
- < 0 <02 150 >150 | (0,02 61
30—150 < 50 175 < 25
30—120 i < 50 280 < 2,0 54 > 15 (0,0175) 61
MaBbild 62
JEDEC TO - 18
DIN 18 A 3

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden.
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NF-LEISTUNGSTRANSISTOREN

Absolute Grenzwerte
Uco Uceo Icav le m Piot i
Typ Art, Anwendung y Y A A W oC
AD 161 NPN . < 4 >
AD 162 PNP fur NF-Endstufen 32 20 1 3 < 6 > 90
BD 115 NPN fir Video- und NF-Endstufen 245 180 0,15 0,15 > 6 < 200 |
BD 131 NPN - 70
BD 132 PNP fir NF-Endstufen 45 45 3 6 ® 15 o 159
BD 135 45 45
BD 137 NPN 188 gg
BD 139 fur NF-Treiber- und
1,0 1.5 8 150
BD 136 Endstfen 45 45 ® B
BD 138 PNP 60 60
BD 140 100 80
BD 181 55 45 10 < 78 >
BD 182 NPN fur Hifi-Endstufen 70 60 15 15 17/ 200
BD 183 85 80 15 17/
BD 201 45
BD 203 NPN  Epibasis- 0 0
Leistungstransistoren 8 12 160/ 150
BD 202 PNP 60 45
BD 204 60
BD 226 45 45
BD 228 NPN 60 60
BD 230 Planar-Epitaxial- 100 80
BD 227 Leisiungsiransisforen 45 45 1’5 3 ® 12’5 ® 150
BD 229 PNP 60 60
BD 231 100 80
NPN-Leistungstransistor fur .
BD 232 Horizontal-Ablenk-Treiberstufen Uces:500 300 0,25 B 1 ® 7 o 125 |
BD 233 45 45
BD 235 NPN 60 60
BD 237 Epibasis- 100 80
BD 234 Leistungstransistoren 45 45 2 6 125/ 150
BD 236 PNP 60 60
BD 238 100 80
BD 262 60 60
BD 262 A PNP 80 80
BD 262 B 100 100
BD 262 C Epibasis-Darlington- 120 120
BD 263 Leistungstransistoren 80 60 4 6 136/ 150
BD 263 A 100 80
BD 263 B NPN 120 100
BD 263 C 140 120
BD 266 60 60
BD 266 A PNP 80 80
BD 266 B Epibasis-Darlington- 100 100
BD 267 Leistungstransistoren 80 60 8 12 160/ 150
BD 267 A NPN 100 80
BD 267 B 120 100
BD 291 45 45
BD 293 NPN Epibasis- 60 60
BD 292 PNP Leistungstransistoren 45 45 6 10 160/ 150
BD 294 60 60
MaBbild 71 MaBbild 72 MaBbild 73
DIN9A2 JEDEC TO -39 JEDEC TO - 126
DIN5C3 SOT-32
2 6;’, Q’% [=—7.8 max — . *
: s o] o SN o 7
T F ) A waid
7 ® i ¥ “ / £ 10
e 94 max
TR o ; % "
; 2 E
B & & Y
R L e e
v r————« 153

b

- |- m: 2,7
2
o max.89 e

—= 103:0,6

—l 1o

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehéduse verburiden.

22

127

" 00

Vx7200/8 e ?'?a,ﬁﬂ

Der Kollektor ist mit dem

Metallgehéuse verbunden.

088
45 Qi,{ le-  max

Der Kollektor ist mit der

E CJB‘

L—u 720045
229

metallischen Montageflache

verbunden.



fir Verstdrker und Leistungsschalter

VP 7201793 1

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden.

Der Kollektor ist mit dem

it [1+
mn
o 06
1B [ic |1
2549254 vz nom.l_" 24

Montageflansch verbunden.

o
@
@

I

45 02, max 229

Kennwerte bei 9G = 25°C R
B bei Ic lcso bei Uce UcE sat bei Ic fr aia MaBbild
A uA v v A MHz KIW
< 500 < 0,6 3
80—320 0,5 < 200 32 < 04 1 1,5 4,5 71
_ > 22 0,05 30 200 <9 0,1 1i5 12,5 72
> 40 0,5 < 5 = < 04 0,5 > 60 6 73
40— 250 S : B '
40—160 0,15 250
40—160
[ 0,1 0 s s ]
40— 250 < 3 < 0,5 0,5 10 73
40—160 0,15 75
40—160
3 < 20 45 3
20— 70 4 < 50 60 <1 4 1 1,5 74
3 <5 80 3 -
> 30 g
- 3 < 100 40 < 1 K] > 3 2,08 75
> 30 2
40—250
40—160 0,15 125
40—160
< 01 30 < 0,8 1 7 73
40—250 50
40—160 0,15
40—160
25—150 0,05 < 100%) 500%) £ 1,0 0.15 20 9 73
- 45
60
100
40—250 0,15 < 100 T < 0,6 1 > 3 5 73
60
100
60
80
100
120
> 750 1.5 < 200 T‘ < 2,5 1,5 7 3,5 73
80
100
120
60
80
100
> 750 3 < 200 T < 2,0 3 7 2,08 75
80
100
> 30 3
< 100 40 < 1,0 3 > 3 2,08 76
3
> 30 2
?) lces %) Uce
MaBbild 74 MaBbild 75 MaBbild 76
JEDEC TO -3 JEDEC TO -220 SOT-82
fe— 10,3 max ——* — 45max re— 23
}G—ZG,Gmux———{ T - _.1 36 l._ } — "E bl f=—78 max |
— 16 28 __ l l 3’475 T
1l T T I DO,
. [ s el
\ I | | o4
| I | I
9203 bt = -1 1 ]
max 1 o 12
_L_

Der Kollektor ist mit der
metallichen Montagefldche 23
verbunden.



NF-LEISTUNGSTRANSISTOREN

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso Uceo Icav le m Prot 9y
\4 \ A A \A4 °C
BD 329 NPN Planar-Epitaxial
BD 330 PNP Leistungstransistoren @ 20 . 3 = 1d= %0 \
BD 331 60 60
BD 333 NPN 80 80
BD 335 Epibasis-Darlington- 100 100
pibasis-Darlington
BD 332 Leistungstransistoren 60 60 6 19 e e
BD 334 PNP 80 80
BD 336 100 100
BD 433 22 22
BD 435 NPN 32 32
BD 437 Epibasis- 45 45
pibasis
BD 434 Leistungstransistoren 22 22 s d e 130
BD 436 PNP 32 32
BD 438 45 45
BD 643 60 45
BD 645 80 60
BD 647 NPN 100 80
BD 649 120 100
BD 651 Epibasis-Darlington- 140 120
pibasis-Darlington
BD 64k Leistungstransistoren 45 45 4 L 16251 L
BD 646 60 60
BD 648 PNP 80 80
BD 650 100 100
BD 652 120 120
BD 6;; 45 45
BD 6 60 60
55 o 0%
D Epibasis-Darlington- 100
pibasis-Darlington
BD 676 Leistungstransistoren 45 45 . . sl 150
BD 678 PNP 60 60
BD 680 80 80
BD 682 100 100
BDX 35 100 60
BDX 36 B e aars . 120 60 5 10  >15< 150
BDX 37 pitaxial-Schalttransistoren 120 80
BDX 42 60 45
BDX 43 NPN 80 68
BDX 44 Planar-Darlington- 100 8
BDX 45 Leistungstransistoren 60 45 L 1 .5 . 1
BDX 46 PNP 80 60
BDX 47 100 80
BDX 62 60 60
BDX 62 A PNP 80 80
BDX 62 B 100 100
BDX 62 C Epibasis-Darlington- 120 120 8 12 190/ 200
BDX 63 Leistungstransistoren 80 60
BDX 63 A NPN 100 80
BDX 63 B 120 100
BDX 63 C 140 120
BDX 64 60 60
BDX 64 A PNP 80 80
BDX 64 B 100 100
BDX 64 C Epibasis= 120 120
pibasis
BDX 65 Leistungstransistoren 80 60 12 16 i 2
BDX 65 A NPN 100 80
BDX 65 B 120 100
BDX 65 C 140 120
Matbild 81 _ MapBbild 82
(Jssgfcsz)o-us [+—78 max— SOT -82 Bl e 78max]
: V'III 4 3‘75 n
‘ 32 3 375
) SO 2 bl sogr]
//A L max I —f_ max
& l
; |

38

| El| C| B]
der metallischen -

R = | 2 I
1
m min
| ist mit der | Bl €|
r metallischen
Montagefidche verbunden. 05, ﬁa, 229 L_'"‘“ Montagefliche L . 3::! 229

D
Der Kollektor ist mit | er Kollektor
verbunden.
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fir Verstdrker und Leistungsschalter

Kennwerte bei #g = 25°C

bei

Icgo
©wA

bei

Ucs
\%

UcE sat
\'

bei

fr
MHz

Rih G

KIw

MaBbild

85—375

< 10

32

< 0,5

130

100

81

> 750

< 200

< 2,0

2,08

82

85— 475
85—475
85—375

0,5

< 100

85— 475
85— 475
85—375

0,5

< 100

ANNIANAAN
ooo|ooo

Nun |[Nun

WNN LN

>3

3,5

81

> 750

< 200

< 2,0

2,0

83

> 750

1,5

< 200

< 2,5

1.5

3,12

81

0,5

100

5,0

100

5,0

81

> 2000

0,5

0,5

350

1000

10

81

> 1000

< 200

120

120

< 2,0

1,94

84

> 1000

< 400

120

120

< 25

1,5

84

MaBbild 83
JEDEC TO - 220

Der Kollektor
ist mit dem
Montageflansch
verbunden.

2

<—I0,3max—-1
—’1 36 fe—

!

3

O

28

T

{ CE——

0.9

1B |Ifc |I|E

2549254

vz 1201 ——J 24 l-_

06

MaBbild 84
JEDEC TO -3

Der Kollektor
ist mit dem
Metallgehduse
verbunden.

T

re—109—

VP 7201793

13
n

1
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NF-LEISTUNGSTRANSISTOREN

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucso Uceo  Icav lem Piot 9y
\% \' A A \\ °C
BDX 66 60 60
BDX 66 A PNP 80 80
BDX 66 B 100 100
BDX 66 C Epibasis-Darlington- 120 120 16 20 150/ 200
BDX 67 Leistungstransistoren 80 60
BDX 67 A NPN 100 80
BDX 67 B 120 100
BDX 67 C 140 120 A
gg% ;g ENPE Epibasis-Leistungstransistoren 1gg 80 8 12 160/ 150
BDX 91 60 60
BDX 93 NPN 80 138
BDX 95 Epibasis- 100
pibasis
BDX 92 Leistungstransistoren 60 60 8 L 0 200
BDX 94 PNP 80 80
BDX 96 100 100
BDY 20 NPN, fur NF-Verstdarker und Schalter 100 60 15 15 1115/ 200
BDY 38 NPN, fir NF-Verstdarker 50 40 6 6 1115/ 200
BDY 90 120 100
BDY 91 NPN, fir Schalter 100 80 10 15 < 40 > 175
BDY 92 80 60
o NPN, fir Schalter 7Ry 28 4 7 ® 30 e 150
i NPN. fir Schalter 750 309 10 15 > 40 < 150
BU 126 NPN, fur FS-Schaltnetzteile 750") 300 3 6 < 30 > 125
BU 205 NPN, fur Horizontal-Ablenk-Endstufen 1500") 700 2,5 3 > 10 < 115
e NPN, for Horizontal-Ablenk-Endstufen 1500y 5% 5 75 > 125< 115
BU 209 A NPN, for Horizontal-Ablenk-Endstufen 1700%) 800 4 6 > 12,5 < 115
BU 326 s ; 800! 375
Sk NPN, fir FS-Schaltnetzteile 900,; i 5 8 160/ 125
EH§ g? NPN, fir Hochvolt-Leistungsschalter 1888:; ggg 10 15 <100 > 150
s NPN, fur Hochvolt-Leistungsschalter 1000 500 5 8 @6 e 15
D oX NPN, for Hochvol-Leistungsschalier | 1%%%')) g 2 3 < 40 > 150
b NPN, fur Hochvolt-Leistungsschalter 10000 500 05 1 < 20 > 150
2 N 3055 NPN, fir NF-Verstdrker und Schalter 100 60 15 15 - 115/ 200
N NPN, fir Verstarker und Schalter 0 LE o dn - 6 n7i 200
Py NPN, fir Verstarker und Schalter g ® O wm 1150/ 200
) Ucesm
MaBbild 91 MaBbild 92
JEDEC TO - 3 JEDEC TO - 220
10,3 max —— —= 4,5max
t-1 ol w3 B
- JlJ @ 28 a
le—16 —
L — . ] e
T = I | | 158
i 'n L™
15’,9 I'_ _____ _} _JI
Sy | L,
t 4
- wis 127
S U 0,
iy 2 e
Gt S el )
' ‘ ’ 2549254 vz 1zum.v"J 24 l‘_
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fir Verstdrker und Leistungsschalter

Kennwerte bei g = 25°C Rih g
B Ic lceo  bei  Ucs Ucesat bei Ic fr iy MaBbild
A eA v v A MHz
60
80
100
120
~ 1000 10 AN - et 5 B0 10 7 1,17 91
80
100
B ” 7 120 -
> 30 2 < 100 40 < 1,0 3 % 3 2,08 92
60
80
100
> 20 3 <100 < 10 5 = & 1,94 91
80
100
20— 70 4 < 5000 100 < 11 2 1 1,5 91
> 30 2 < 1000 50 < 07 2 1 1,5 91
120
30—120 5 < 30002) 100 < 05 5 70 2,5 93
30 1 < 500%) 750 < 15 2,5 10 2,5 93
30 2 < 500°) 750 < 15 5 10 1,5 93
15— 60 1 < 500%) 750 <10 25 8 2,5 93
> 2 2 < 1000%) 1500 <5 2 %5 2,5 93
> 2,25 45 < 1000?) 1500 . 2 4,5 7 1,6 93
> 2,25 3 < 1000°) 1700 <5 3 7 1,6 93
30 0,6 < 10002 800 <10 2,5 6 1,65 93
< 1000%) O < 1,5 5 8 1,1 93
< 1000%) oy < 15 2,5 8 1,5 93
< 1000°) i < 15 1,0 10 2,5 92
< 100%) o < 15 0,25 15 5,0 9%
20— 70 4 < 50002 100 < 11 4 > 08 1,5 91
20— 70 g < 1000 140 < 1 . > 0,8 1,5 91
15 < 2000 50 Z 3 15
15— 60 10 < 5000 100 < 14 10 > 08 1,17 91
?) Icev bei Ucev=... %) Ices bei Uce= ...
MaBbild 93 MaBbild 94
JEDEC TO -3 JEDEC TO-126
(SOT -32)
—-lzﬁ—— f+—78 max —{
7z | 1 o
s Ol 3% O,
// / L max
¢¢1 k—“z
! L
Der Kollektor _Der K_ollektor
ist mit dem i | ellcl 8l
e B Montagefiéche wll el ™
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HF-LEISTUNGSTRANSISTOREN (SILIZIUM-NPN)

Absolute Grenzwerte
Typ Anwendung Ucso Uceo Ilcav Icm Piot 9y
v v A A w oC
e in 175 MHz-Sendern 2o L el el g 200
BFW 46 (2 N 3924 . 36 18 0,5 1,5
BFW 47 (2 N 3553; in 175 MHz-Sendern 65 40 0.35 1.0 17/ 200
in Einseitenbandsendern bis 30 MHz
BLYY 60 und in FM-Sendern bis 175 MHz o 18 B 20 188/ 200
BLW 64 in FS_—Sendern und FS-Umsetzern im 60 32 3 ? ® 40 ® 200
| BLW 75 Bereich Il 60 32 4 12 060 @ 200
BLX 13 65 36 3 6 A
in Einseitenbandsendern bis 30 MHz IS -
i -Send bis 70
BLX 14 und in FM-Sendern bis 70 MHz 85 36 4 12 /88/ 200
in Einseitenbandsendern bis 30 MHz
BLX 15 und in FM-Sendern bis 108 MHz 110 35 6.5 20 n9si 200
BLX 65 0,7 2 > 3 < 165
BLX 66 0,7 2 > 4 &« 150
BLX 67 in 470 MHz-Sendern 36 18 0,7 2 > 4,5 < 150
BLX 68 1,0 4 ®10 ® 150
BLX 69 A 3,5 10 150/ 200
BLX 91 0,4 0,8 ® 4 ® 200
BLX 92 0,7 2 ® 6 ® 200
BLX 93 in 470 MHz-Sendern 65 33 1 3 ®125 @ 150
BLX 94 A 2 6 /50/ 200
BLX 95 3 10 176/ 200
BLX 96 0,4 1 > 6,25 < 200
BLX 97 in 860 MHz-FS-Umsetzern 40 27 0,8 2 > 125 <= 200
BLX 98 2 4 21,5 @ 200
BLY 53 A in 470 MHz-Sendern 36 18 1 4 > 8 <=
BLY 57 (2 N 3926) . 1 3 11,6/
BLY 58 (2 N 3927) in 175 MHz-Sendern 36 18 15 4.5 /23 200
BLY 59 (2 N 3375) ; 0,5 1:5 /11,6/
BLY 60 (2 N 3632) in 175 MHz-Sendern 65 40 1 3 /23] 200
BLY 87 A 1,25 3.75 17,5/
BLY 88 A 36 18 2,5 7,9 132/ 200
BLY 89 A in 175 MHz-Sendern 5 10 170/
BLY 90 36 18 8 20 /130/ 200
BLY 91 A 0,75 2,25 17,5/
BLY 92 A 65 36 1,5 4,5 132/ 200
BLY 93 A in 175 MHz-Sendern - 3 9 170/
BLY 94 65 36 6 12 /130/ 200
2 N 3866 in Sendern bis 400 MHz 55 30 0,4 0,4 15/ 200
2 N 4427 in Sendern bis 470 MHz 40 20 0,4 0,4 < 35 > 200
MaBbild 101 MaBbild 102 MaBbild 103 MaBbild 104
:,Elzsscc'r;) -39 SOT -56 SOT-55
02
&
PN e e G s f 1
f ,\ R S 2Y T ; | ‘ P 5 *
; ® E 5 — T 54 1 ¥
o 508 . | s ¥ t 1:5 ) v ' 135
|t N R nse j Tl T 2 b
| S 4 E B L Vs ; FU -
c B g
085 o Y
1 X
¢
68 76 s'z 272
max min '_L 58 2' %8
12, E E
2 100 T N
B - 1y -

- 0048
) PO

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden.

28

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

- 21—

vz 12016

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.




fir Senderanwendungen

Kennwerte bei g = 25°C R
P Ps Vo 7 bei Uce und f fr the MaBbild
w w dB % v MHz MHz KIW
< 0,63 > 8 > 60 13,5 700
4 < 04 <10 = 5 28 175 500 22 101
= & 1 > 6 > 70 13,5 > 250
S 25 0,25 S 10 S 50 28 175 500 25 101
301 19,5 35 12,5 28
45 < 12,7 > 55 > 75 125 175 550 1.7 102
=~ 10 > 95 25 225 900 3,0 102
> 14 > 8 25 225 800 19 103
25) > 18 35 28 28
25 0,5 17 60 28 70 500 2,5 102
501 > 13 > 35 28 28
50) < 89 S 75 > 55 28 70 250 1,8 104
1501 > 14 > 37,5 50 28
o ) - 75 A 20 108 275 0,75 104
2 < 05 5% 1400 25 101
2,5 < 035 > 85 1400 12 105
25 < 035 Y > 65 12,5 470 1400 12 106
7 < 22 S 5 1300 7,0 106
17 < 68 S 4 1000 2,9 107
1,0 < 0,08 > 11 > 50 1200 32,5 106
2.5 < 02 S 11 > 60[ 1200 214 106
7 < 10 S 85 < 60 28 470 1200 9.8 106
25 < 625 > 6 = 55] 1000 2.9 107
40 < 14.2 4B < 60 900 2,0 102
> 0,52 > 6 > 1200 15 106
S 1,09 S 55 25 860 S 1200 7,5 106
S 35 » 5 < 2000 55 107
7,8 2 5,8 70 13,8 470 800 106
> 7 2 > 55 > 70 > 250 15
S 12 4 > 47 S 80 13,5 173 S 200 7.6 108
5 7,5 1 > 88 > 65 - 100 500 15 AT
S 135 3,5 S 58 < 70 175 400 7.6
8 < 1 > 9 > 70 700 9.4 107
15 < 2,65 S 75 S 65 13,5 175 700 49 107
25 < 625 S 6 < 70 650 2,5 102
50 <158 > 5 > 75 12,5 175 550 1,35 104
8 < 05 > 12 > 65 9.4 107
15 < 1.5 < 10 < 65 28 175 500 49 107
25 < 31 > 9 > 60 2.5 102
50 <10 = 7 > 65 28 175 500 1,35 104
1,8 0,05 15 > 60 100
1,0 0,1 10 > 45 28 400 700 35 101
1,0 0,1 10 > 50 175
04 0.1 6 < 50 12 470 700 35 101
")PL pep 2) Mindest-Intermodulationsabstand 60 dB
MaBbild 105 MaBbild 106 MaBbild 107 MaBbild 108
SOT-48/3 SOT-48/2 JEDEC TO - 60
o3 013 M5l 6.0 &
} o " ! —— 1 = max "o o™
I et W 1 3 ) EEIRTS 4 -
¥ [ } T* B soe - ]| B
e rft § e e 402 Y 3 0320w 2 jj:"
Vi s 2l e @
b T en L stn’l

L
TTma |

1T

a———— 25 min—

|
|
| S

V272007018

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

e !
b
R}

——J VX720022158

25

min

|
\
|
3

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

BLY 57, BLY 58, 2 N 3926, 2 N 3927:
Der Emitter ist mit dem Gehause verbunden

BLY 59, BLY 60, 2 N 3375, 2 N 3632:
Alle Elektroden sind vom Gehause
isoliert.
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UHF- und VHF-LEISTUNGSVERSTARKER-MODULE

Betriebswerte
Typ Frequenzbereich Us Ps PL Z 7
MHz v mW w Q %
12,5 50 2.9 50
13,5 < 50 2.5 50 > 40
Rera BEL—R1E 13,5 50 2,9 50 50
15,0 50 3,5 50
BGY 22 A 420— 480 12,5 < 50 2.5 50 > 40
12,5 2500 7,4 50
13,5 < 2500 7,0 50 > 60
BGY 23 850512 13,5 2500 7.8 50 70
15,0 2500 9,0 50
BGY 23 A 420— 480 12,5 < 2500 ,0 50 > 60
BGY 32 68— 88 12,5 100 23 (> 18) 50 58 (> 40)
BGY 36 148—174 12,5 150 19 (> 18) 50 59 (> 40)
1: Eingang
92,5 — 2: Masse
50,0 P i —— 3: Speisespg. Upq
16 44 (o 4: Masse
] ; D S Somcmt U
4 e — ‘ I ;
f L. i H “_] A 7: Ausgang
[ 32 > ra—1,0
tG,B —»4,0 [4—
! L —»le 0,
10 Eingang 7,65 max
4 v
;k‘_ ' 67 Y
! L 235 | 85 T
16 Q} {Eﬁmax (P LY 0 ] 197
)
Spei o
spapr::j:é Ausgang | 2 | 0 ‘__& le- 8,0 &
—{2} 42} vZ 720170 iy o 318
Pl = T t

BGY 22
BGY 22 A
BGY 23
BGY 23 A

30

52,5

61,0

BGY 32,BGY 36

67,5

VZ 72 0225




ZUBEHORTEILE fiir Transistoren

C

D

P

K 30
56218
56226
56227
56245
56246
56263
56265
56289

56302
56303

56324
56325

56333

56333 A

56339

56346
56347

56353
56354

56356
56359

56360

Isolierbuchse
Isolierbuchse
Glimmerscheibe
Glimmerscheibe
Befestigungssatz

Doppel-Kihlschelle

Kuhlschelle
Abstandsscheibe
Abstandsscheibe
Kihlschelle
Kuhlschelle
Kuhlschelle

Glimmerscheibe
Federscheibe

Isolierbuchse
Glimmerscheibe
Befestigungssatz
(Metallscheibe,
Isolierbuchse,
Glimmerscheibe)

Befestigungssatz
(Metallscheibe,
Isolierbuchse)

Glimmerscheibe

Isolierbuchse
Glimmerscheibe

Clip
Glimmerscheibe

Kihlschelle

Glimmerscheibe
und Isolierbuchse
Metallscheibe,
Unterlegscheibe,
Zahnscheibe,
M3-Schraube

mit Mutter

f

fur Leistungstransistoren,
passend zu den Glimmerscheiben P und K 30

fir Leistungstransistoren mit Metallgehduse TO-3
fir Leistungstransistoren mit Metallgehduse SOT-9
fir Transistoren mit Metallgehduse TO-39

fir zwei Transistoren mit Metallgehduse TO-1

fir Transistoren mit Metallgehduse TO-1

fir Transistoren mit Metallgehduse TO-39

fur Transistoren mit Metallgehduse TO-18 | TO-72
fir Transistoren mit Metallgehduse TO-18 - TO-72
fur Transistoren mit Metallgehduse TO-39

fur Transistoren mit Metallgehduse TO-39

fir Transistoren mit Kunststoffgehduse TO-126 (SOT-32)

fir Transistoren mit Kunststoffgehduse TO-220
fir Transistoren mit Kunststoffgehduse TO-126 (SOT-32)

fur Transistoren mit Kunststoffgehduse TO-126 (SOT-32)

fir Leistungstransistoren mit Metallgehduse TO-3
bei Spannungen von 500 bis 2000 V

fur Transistoren mit Kunststoffgehduse TO-220

fur Transistoren mit Kunststoffgehduse SOT-82

fir Transistoren mit Kunsistoffgehduse SOT-54
fir Transistoren mit Kunststoffgehduse TO-220,
passend zu 56360

fir Transistoren mit Kunststoffgehduse TO-220,
wird fir isolierte Befestigung durch 56359 ergdnzt
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GERMANIUMDIODEN

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Urm Ieav Irm By Ju
v mA mA oC °C

AA 119 Punktkontakt-Demodulatordiode 45 35 100 60

ﬁﬁ§ :; Golddraht-Schalterdioden 132 140 250 85

AAZ 18 Golddraht-Schalterdiode 20 130 300 75

OA 90 Punktkontakt-Demodulatordiode 30 30 45 75

8ﬁ g; Punktkontaki-Allzweckdioden 115 50 150 75
SILIZIUMDIODEN

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung UrM I AV Iem ]
\' mA mA °C

BA 216 Druckkontakt-Stabilisierungsdiode 10 75 150 200

BA 217 30 75 150

BA 218 Druckkontakt-Allzweckdioden 50 75 150 200

BA 219 100 100 300

BA 220 Planar-Epitaxial-Stabilisierungsdiode 10 200 400 200

BA 221 Planar-Epitaxial-Allzweckdiode 30 200 400 200

gﬁ g:? Planar-Epitaxial-Stabilisierungsdioden 5 100 ggg 200

BA 316 10

BA 317 Planar-Epitaxial-Allzweckdioden 30 100 225 200

BA 318 50

BAYV 10 Planar-Epitaxial-Schalterdiode 60 300 600 200

BAYV 18 60

gﬁ¥ ;g Planar-Epitaxial-Allzweckdioden 12(2)8 200 625 175

BAYV 21 250

BAYV 45 Picoampere-Diode 35 50 100 125

BAV 70 Planar-Epitaxial-Zweifachdioden

BAYV 99 fur schnelle Schalteranwendungen 70 100 200 150

BAW 56 in Diunn- und Dickfilmschaltungen

BAW 62 Planar-Epitaxial-Schalterdiode 75 100 225 200

Druckkontakt-Diode

BAX 12 mit kontrolliertem Durchbruch 90 400 800 200

BAX 13 50 75 150

BAX 14 40 300 600

BAX 15 Druckkontaki-Allzweckdioden 180 250 500 200

BAX 16 150 200 300

BAX 17 200 200 300

BAX 18 Druckkontakt-Allzweckdiode 73 350 2000 200

1 N 4148 Planar-Epitaxial-Schalterdiode 75 75 225 200

1 N 4150 50 300 600

1N 4151 Planar-Epitaxial-Schalterdioden 75 200 450 200

1N 4154 25 200 450

: : mg Planar-Epitaxial-Schalterdioden 75 150 450 200
MaBbild 111 MaBbild 112 MaBbild 113 MaBbild 114
JEDEC DO - 7 SOD - 17 JEDEC DO - 35 ~ JEDEC TO - 18

DIN18A 2
. Y

fet—T7,6max —m

j

n

==
T U~ U
” f ? a ™ 0 verzom
U #25 le-76min—al
n max

VE 720189
P—— 13min v—q

Farbring: Katodenseite

82

Katodenseite:
breiter Farbstreifen

2 max
25 4min—» ichtverziont = 25 4min —>] ) 254min ,5;,%5,‘7‘25/-"‘"‘ aae
4 | max 82
l l I o ‘ % S—— "

=T

- 3
254 4,25 254
min max min rI2.0%0

Die Farbkennzeichnung
beginnt an der Katodenseite.

T L

VX720142/8 max



Kennwerte bei #y = 25°C

U bei [ IR bei Ur C bei Ur tr nach I Qs nach Ir Rih u MaBbild

\" mA | pA \% pF \" ©s mA nAs mA K/mW

1,5 10 90 45 0,65 111

< 100 100 0,35 <18

< 0,45 10 < 300 75 < 2,0 1 <035 10 209 10 0,55 111
< 0,42 10 | < 50 20 < 2,5 1 < 0,07 10 0,55 111

1,0 10 300 30 111

1,2 75

1,05 10 80 100 0,4 111

Kennwerte bei #y = 25°C
U bei I IR bei Ur C bei Ur t nach [g Qs nach [ Rih u MaBbild
\' mA | pA \' pF \'; ns mA nAs mA K/mW
0,6—0,8 3 < 15 10 < 3 0 < b 10 0,6 112
< 1,0 < 10,2 30 < 3 < 4 10
<1,0 10 < 0,2 50 < 3 0 < 4 10 0,6 112
< 0,85 <. 05 100 < 5 < 120 30
0,68—0,75 10 | < 1,5 10 z ‘25 0 < 4 10 0,5 113
< 0,95 100 | < 0,2 30 < 25 0 < 4 10 0,5 113
0,75—0,83 10 | < 5,0 4 < 140 0 0,38 113
0,71—-0,79 < 15 5 | < 3 0 0,6
10
< 0,85 10 | < 0,2 38 < 3 0 < 4 10 0,6 113
5 .
< 1,0 200 | < 0,1 60 < 25 0 < 6 400 < 0,05 10 0,5 113
50
<1,0 100 {< o1 18 | < 5 0 | < 50 30 0,375 113
200
< 1.0 10 |[< 5pA 5 < 1,3 0 < 350 10 0,5 114
< B = 15 115
< 0,855 10 < 25 70 < 1,5 0 < 6 10 < 0,045 10 11 116
< 2,5 < 2,0 117
< 1,0 100 | < 5 75 < 2 0 < 4 10 < 0,05 10 0,6 113
<1,0 200 | < 01 90 < 35 0 < 50 30 < 0,5 10 0,3 112
< 1,0 20 | < 0,2 50 = 3 0 < 4 10 < 0,045 10 0,6
<14 300 | < 01 20 < 35 0 0,4
< 1,0 100 | < 0,2 150 < 20 0 < 300 30 <1 10 0,4 112
<13 100 | < 04 150 < 10 0 < 120 30 < 0,7 10 0,5
= 14 100 | < 0,1 150 = 10 0 < 120 30 < 0,7 10 0,5
< 2 2000 | < 100 75 0,3 112
<1 10 | < 0,025 20 < 4 0 < 4 10 0,35 113
<A1 200 (< 041 30 [ < 25
<1 5 | < 0,05 50 = 2 0 < 4 10 0,35 113
<1 30 | < 01 25 < 4
<] 20
=1 100 | < 0,025 20 < 4 0 < 4 10 0,35 113
MaBbild 115 MaBbild 116 MaBbild 117
SOT - 23 SOT - 23 SOT - 23
—29max-—— e A - 2,9max -
I e B | e w T
4 . ‘ <095~ ‘ e, | moss e ; ~095 =
Jg ‘\ l:q | m ‘T f:j ucf” ; [:,1 \ i i A
A A A1 B 3
0,01min ‘ o, g 0,01 min 5 E é -
> — K '!'N e A K, ‘~ ¢y N
;“’ I Y = * 1
st e R Lo K™

b1, 2max e
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SILIZIUM-ABSTIMMDIODEN

max

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Urm Ig &y
\% mA °C
BA 102 Nachstimmdiode bis Bereich Il 20 50 90
BB 105 A . fur UHF bis 790 MHz
BB 105 B | Flanar-Abstimm- for UHF bis 860 MHz 30 20 60
BB 105 G e fur VHF
BB 106 Planar-Abstimmdiode fir VHF 30 20 - 60
BB20%B | Planar-Zweifach-Abstimmdioden fir UKW 30 100 100
BB 204 G anar-Zweifach-Abstimmdioden fir
BB 205 A - fir UHF bis 790 MHz
B B | TiondrAbdim: for UHF bis 860 MHz 30 20 60
BB 205 G todern fur VHF
BBY 31 Abstimmdiode bis Bereich V 30 60
SILIZIUM-SCHALTDIODEN fir die Bereichsumschaltung in FS-Kanalwdhlern
Absolute Grenzwerte Kennwerte bei 9y = 25°C
Typ Urm Ie By Uk bei I¢ Ir bei Ur C bei Ug r, bei Ig Rinh u MaBbild
\'% mA °c \' mA wA v pF \' Q mA K/mW
BA 182 35 100 100 < 1,2 100 | < 0,1 20 | <1 20 |< 0,7 5 0,4 122
BA 243 < 1,0
BA 244 20 100 150 < 1,0 100 | < 0,1 15 | < 2 15 <05 10 0,6 125
STABISTOREN Siliziumdioden mit engtolerierter DurchlaBspannung (4 5%)
Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ Uk AU/ AYy rf bei g lem P Ur Py Rih U MaBbild
\ mV/K Q mA mA mW Y °C K/mW
1,16—1,34 — 4 60 1
BZX 75/C1V4 ) 33 < 10 10
1,75—2,05 6 90 1
BZX 75/C2V1 , _ 5 < 15 10
_ 250 400 10 200 0,40 121
,33—2,70 — 8 120 1
BZX 75/C2V8 : — 66 < 20 10
3,03—3,45 — 10 150 1
BZX 75/C3Vé6 y — 82 < 25 10
MaBbild 121 MaBbild 122 MaBbild 123
JEDEC DO - 7 SOD - 23 SOT - 54
Ezs‘m‘m_. & <—25,me—-—{ #052 T /E:r‘l%g:f‘- nung
ey ‘ max u .é Ay
| - ‘ 12 max 075max
:i L : i t v Yy S p— FZG; ‘
| f—T7,6max —a h: 25 ;;— 13 : ‘

o

VE n2010y
p“ 13min ——J

Farbrina: Katodenseite
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Kennwerte bei 9y = 25° C
_ Ir bei Ur ® bei Ur C bei Ur rs bei f und C Rin u |MaBbild
A \ pF \'4 pF \'Z Q MHz pF K/mW
<35 20 | 24..37 4 17 .26 10 <3 50 30 0,5 121
2:3 weee 2,8 <08
< 041 28 11,5 3 20... 2,3 25 <08 470 9 0,4 122
B 1,8 2,8 < 1,2
< 0,05 28 > 20 3 4,0 5,6 25 < 0,6 200 25 0,4 122
37 ... 42
< 0,05 30 | 3439 ) 3 14 30 < 0,4 1‘09 B 38 123
2,0 55 2,5 <038
< 0,05 28 11 3 19 0. 2,2 25 < 0,8 470 9 0,4 122
| 18.. 26 <12
< 0,1 28 11,5 3 1,8 ..e. 2,8 25 12 470 9 0,9 124
SILIZIUM-PIN-DIODE fir regelbare Dampfungsnetzwerke in FS-Kanalwdhlern
~ Absolute Grenzwerte Kennwerte bei 9y = 25°C B
Typ Ur Ig du Uk bei Ig IR Ur re  bei Ig MaBbild
\' mA o6 \% mA | pA \%
6,5 Q 10 mA
BA 37 1 10 12
9 30 20 60 <A1 20 < 1.7 kO 10 uA 6
SILIZIUM-REFERENZ-DIODEN zur Erzeugung von Bezugsspannungen
Kennyaris Temperatur-
Typ bei Iz Uz 1AUZI I(AUZIA9)IUZI rz bereich MaBbild
mA \% mV in 10-¢/K - Q du
BZV 10 < 46 ~ 1?8
BZV 11 <23 ~
BZV 12 2,0 65+ 5% -9 =i 90 < 50 0..+ 70°C 125
BZV 13 < 4,6 ~ 10
BZX 90 < 48 < 100
ol 7.5 6,5 + 5% o i S 2 <15 | —55..4100°C| 125
BZX 93 < 4,8 < 10
1N 821 = Zg = 1(5)8
1N 823 —d =
1N 825 7,5 6,2+ 59, =19 ~ 20 15 — 55... + 100°C 125
1N 827 < 9 ~ 10
MaBbild 124 MaBbild 125 MaBbild 126
SOT -23 JEDEC DO - 35

2 9 mak———

19
0,95*1 B
| | g:]

8185
max

-—— -t =
f A J 254 4,25 254
’ E min max min
0,01 min o, 2
_— " -{ “
=\ A—P:
Y
Die Farbkennzeichnung
—{ 0,43 max beginnt an der
b1, 2max Katodenseite.

0056
max

T

VF 72 0200

rfGﬁ 3 rfG' 4
=

v

o=

vz 120151
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SILIZIUM-Z-DIODEN

Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ') Uz AUZIA9]  rz bei Iz Izm P 9 Rin u MaBbild
\' mV/K Q mA A w °C K/mWwW
BZX 55/C4Vv7 4 7 (4,4 ... 5,0) - 1,2 < 60 5
— 0,4— 200 0,38 133
BZX 55/C75 75 (70...79) + 78 < 220 2,5
BZX 61/C7V5 7,57,0...7,9 + 3 < 5 20
bis bis 3 1,3 175 0,12 131
BZX 61/C200 200(188...212) + 240 <1250 2
BZX 70/C10 10 (9,4 ... 10,6) + 7 < 4 50
bis bis 5 2,5 150 0,06 132
BZX 70/C75 75 (70...79) + 70 < 100 10
BZX 79/B4V7 4,7 (4,6 ... 4,8) — 14| < 80 5
bis bis
BZX 79/B75 75 (73,5...76,5) | < 60 < 255 2
— 0,4 — 200 0,38 133
BZX 79/C4V7 4,7 (4,4 ... 5,0) — 1,4 < 80 5
bis bis
BZX 79/C75 75 (70...79) < 60 < 255 2
BZX 84/C4VT 4,7 (4,4 ...5,0) — 14| < 80 5
bis — 0,15 — 125 0,672 134
BZX 84/C12 12 (11,4...12,6) | + 9 < 30 5
BZX 87/C5V1 5 1 (4,8 ... 5,4) + 02| < 10 50
bis 1,3 200 0,134 135
BZX 87/C75 75 (70...79) + 73 < 125 5
BZY 88/C3V3 3,3 (3,1...3,5 - 23| <110
bis bis 5 0,25 — 0,4 — 200 0,37 136
BZY 88/C30 30 (28...32) + 26 < 95
') Die Typenreihen sind nach Uz gemaB der E 24-Reihe abgestuft 2) auf Keramik-Substrat 7x 5x 0,5 mm
SILIZIUM-LEISTUNGS-Z-DIODEN
Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ')?) Uz AUz/[A9 rz bei Iz Izm Iz Av P 9y Rihnc | MaBbild
\' mV/K Q mA A A w °cC Kiw
BZY 91/C10 (R) 10 (9,4 ... 10,6) 9 < 04 2000 6,5
bis 100 e75 @ 175 1,47 137
BZY 91/C75 (R) 75 (70...79) 7 < 26 500 0,9
BZY 93/C7TV5(R) | 7,5(7,0...7,9) 3 < 03 2000 2,5
bis bis 20 20 @ 175 5,0 138
BZY 93/C75 (R) 75(70...79) 70 < 10,5 200 0,25
BZY 96/C4V7 4,7 (4,4 ... 5,0) - 06| < 10 100 0,3
B2y 96/CoV1 o 66...96) 6,4 0 o il
BZY 96/C9 5 £0%.5: 9 + 6, < 4,5 5 0,15
D 7
BZY 95/C10 10 (9,4 ... 10,6) 7 < 4 50 0,15 L 12 160 149
bis bis 5
BZX 95/C75 75 (70...79) 70 < 100 10 0,02

') Die Typenreihen sind nach Uz gemaB der E-24-Reihe abgestuft.
2) Bei der Version ohne R liegt die Katede am Gehduse, bei der R-Version die Anode.
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SILIZIUM-SUPPRESSOR-DIODEN

Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ®) Ur Ucer, Ier) lery s P@ery s 9y Rih G MaBbild
b4 VIVY) A/AY) A kW °c KIW

BZW 70/5Vé6 5,6 > 6,419 0,05/20 40 Rinu
bis bis bis bis bis 2) 3,04 150 70 132
BZW 70/62 62 > 70/104 0,01/5 3
BZW 91/5V6 (R) 5,6 > 6,4/8,5 5/150 2800

bis bis bis bis 3) 27%) 175 1,5 137
BZW 91/62 (R) 62 > 70/86 0,5/50 350
BZW 93/5V6 (R) 5,6 > 6,4/9 2/20 300
bis bis bis bis bis 3) 3,04) 175 5,0 138
BZW 93/62 (R) 62 > 70/104 0,2/5 33

') Die Werte vor dem Schragstrich gelten fiir den Anfang des Durchbruchbereiches
2) bei Rechteckimpulsen mitt, = 1 ms

%) bei Rechteckimpulsen mit tp, = 10 us

“) bei exponentiell abklingenden Impulsen mit t, = 100 us

5) Bei der Version ohne R liegt die Katode am Gehduse, bei der R-Version die Anode.

MaBbild 131 MaBbild 132 MaBbild 133
JEDEC DO - 15 SOD - 18 JEDEC DO - 35
4max nicht verzinnt #1385 #0056
898 ey [T e | (e oo g | 48 e

|._ max
1 A 965 A K
TL 5 L 7 s T ?ﬁj T;
; 575 2 G —— —
Zemm—-l-— max T+ 28min . 4 min—eta-125maxete-2 minel ) 254 425 254

znoen min max min VF720m0

MaBbild 134 MaBbild 135 MaBbild 136

SOT -23 SOD - 51 JEDEC DO -7
rr:*i’?;" - _:‘*1 & 25 4min—+] nichtverginnt [+ 26,4min i
~ 1 . i =—28min — st~ 5max +{a— 28min —> Doy | 'x“"
; | ! ! T
| ! i 4,6 - == ”
2 | ) l } i f
f BEEE o i L *
| i3 e R
,,9'_0!."“" = w, T J U .6 #1,05 i Y vEnowm
; K § 30 O 0 e max r'——lzmm i)
W. A-Fjg ; max Llomin —-Tvznms
085max= - - 43 max
1‘2"‘!" VD 720008
MaBbild 137 MaBbild 138 MaBbild 139
JEDEC DO -5 JEDEC DO - 4 JEDEC DO -1
$153
g.; I~ :N' r— 4 max :‘22 ]‘-"I;\Iazx 871
| < r 8 P —»i7Imaxe— max
‘ 16 max } 9
e 97, g
10 [ 2 # it}
B ! 82 l LA s T ot
¥ 32 max (] 35min —ste——— S1min ———
22 ‘ r&é‘x ¥ ¥ [} VE 20086
max 1150
i [-I max 1 swi 198max 1072
} 3 L] 10-320NF |
? % =
SW17 V/4-28UNF j’ VE 720055 max
VE 720059
e,




SILIZIUM-GLEICHRICHTERDIODEN kleiner Leistung

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Ie Av IErm lesm Urwm Urr M ) Uk bei Ig MaBbild
A A A b4 \% °C \"% A
BA 145 0,3 2 15 300 350 125 <1 0,1 141
BY 127 1 10 40 800 1250 150 = 1,5 5 142
BY 188 1,2 10 40 50 150 < 1,3 142
BY 206 300 350
BY 207 0,4 3 15 500 600 150 < 1,5 2 141
BY 208/800 800 800
BY 208/1000 0,43 5 20 800 1000 125 | <18 2 143
BY 226 450 650
BY 227 1,75 10 50 800 1250 150 <15 5 142
BYX 10 0,36 3 15 800 1600 150 < 1,6 2 141
BYX 55/350 300 350
1600 1,2 8 40 500 600 125 < 1,25 5 142
SILIZIUM-GLEICHRICHTER in Brickenschaltung
Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Utr RMs lo av lor M Ur bei I MaBbild
v A A °C \% A
BY 164 60 1,4 5 150 2 x1 1 144
BY 179 280 1 5 125 2 %1 1
BY 224 280 3,6 50 125 2 x 1 10
BY 225/100 50 145
BY 225/200 80 4,2 50 150 2 x1 10
SILIZIUM-GLEICHRICHTER fiir Horizontal-Ablenk-Endstufen
Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Urw M UrRrM Irew M IFrRM IFsm IE Uk bei I MaBbild
\" v A A A °c \"% A
BY 223 1500 1500 5 10 20 125 < 23 20
BY 277/600 R 500 600 146
BY 277/750 R 600 750 10 20 30 125 | <185 =
SILIZIUM-HOCHSPANNUNGS-GLEICHRICHTER fiir Fernsehempfdnger
Absolute Grenzwerte Kennwerte bei $u = 75°C
Typ Urw M UrRrRM Ig AV lerM Dy Ug bei Ie Ir bei Ur MaBbild
kV kV mA mA °6wK Vv mA vA kV
BY 176 15 15 2,5 250 95 <« 35 100 <7 15 147
BY 209 11,5 12,5 2,5 200 85 < 23 100 < 4 10 148
BY 476 16 18 2,5 500 100 < 44 100 < 5 15 149
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MaBbild 141
JEDEC DO - 14

2max_nicht verzinnt

0 ;}

max

29 min-=
VK 7200063

(=254 min —s—=-73max

MaBbild 144

SOD - 28
s 1
(E o o o) m
: T
~50845084508 =
- 19max -

MaBbild 147

SOD -33
3max nicht verzinnt
A !
|« -20min —_— 25,5 max +

MaBbild 142

SOD - 18

4max nicht verzinnt

Fie 3 0105
i e - | e [t
65 A ! I K 1

=—F

ax E%
T g [ *

24 mMin — s 125Maxee 24 min -
VX 720007

MaBbild 145

le——22,5 max —»] »-,153,(#
anA’az
i
_9'-‘__ 55
3 Jsomsoson e oo

MabBbild 148
SOD - 34

&5"9 fe— 15 min 115 max 15 mi
x
["AN] 2max nicht verzinnt ¢0,56
1 ” max ‘ _,i <l —Me r_, mfx
. I
I R o | == ;
1 t . i
20 min :“m u Uy vinom
£ I 18 min 1

MaBbild 143
JEDEC DO - 15

120217

Farbring: Katodenseite

MaBbild 146
SOD - 38

mMax

0865,
" | ma?( e | o A K

——13,1 re—

min

*50 [ V27202331

MaBbild 149
SOD - 56

18,4 max

| o= 2max nicht verzinnt
-

13 min —»

056
# max

e
_r

25 min

= :xqil/——f
I

VZ 720227
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SILIZIUM-HOCHSPANNUNGS-KASKADEN fiir Farbfernsehempfdnger

Typ BG 1895-541 BG 1895-641 BG 1898-541 BG 1898-641
Absolute Grenzwerte
Eingangs-Impulsspannung

Spitze-Spitze-Wert kV 10,0 10,0
Ausgangs-Gleichspannung kV 27,5 27,5
Ausgangs-Gleichstrom mA 17 1,7
Fokussierstrom uA 400 400
Umgebungstemperatur °C 65 65
Betriebswerte
Eingangs-Impulsspannung

Spitze-Spitze-Wert kV 9.1 8,6 9,1 8,6
Ausgangs-Gleichspannung kV 25 25 25 25
Ausgangs-Gleichstrom mA 1,5 y 1,5 1,9
Fokussierstrom HA 300 300 150 150
Fokussierspannung ) kV 3,7 ...56

) am Fokussierspannungs-Einsteller in Dickfilmtechnik

BG 1895-541, BG 1895 - 641

VZ 710428

40

?) Diode Ds nur bei BG. ., .-641

BG 1898 -541, BG 1898- 641

VZ 710426

Ues

Kaskaden-Gehduse

bis Oberkante

i 45 [+20,5-*
4,0

VZ 72 0228




SILIZIUM-PLANAR-KLEINTHYRISTOREN

Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ UgTt leT Uak bei Ia In + Uak m Ia AV IA M Dy MaBbild
\' ©A \' A mA \4 mA A °C
BRX 44 30
BRX 25 60
BRX 46 100
BRX 47 < 0,9 <200 | <17 1 <5 200 510 3,6 125 151
BRX 48 300
BRX 49 400
SILIZIUM-PNPN-PLANAR-THYRISTOR-TETRODEN
Absolute Grenzwerte
Typ Anwendung Kennwerte Ugaro UcakRr| Iaav Iam  lcam | Piot Py MaBbild
\' \% mA A mA | mW | °C
als Vertikal- und Horizon-
BR 101 | tal-Oszillator in Fernseh-| B+ = 50 50 50 100 0,5 100 | 250 | 150 152
empfangern f1 = 300 MHz
B: = 10.25...25
als steuerbarer Schalter Uak = 1,4V
(SCS) bei Anzeigenrchren| Iy < 1 mA
und als Klein-Thyristor
BRY 39 70 70 250 25 100 | 275 | 150 152
als programmierbarer Uni-| R = 1 MQ  10kQ
junction-Transistor (PUT) P < 1uA < 5pA
Iv < 50 pA > 70 pA
PROGRAMMIERBARE UNIJUNCTION-TRANSISTOREN
Kennwerte __ Absolute Grenzwerte
Typ bei R = 10 kQ Usk Inav Iam Prot by MaBbild
Ip Iv I a0 lek s Uga
vA wA nA nA \4 mA A mW °C
BRY 56 A < 0,22 = 2
BRY 56 B = 11 > 10 < 10 < 100 70 175 2.5 300 150 153
BRY 56 C <= 5 > 50
SILIZIUM-PN-UNIJUNCTION-TRANSISTOREN
Absolute Grenzwerte
Typ Anwendung Kennwerte Ustss | leaw Pt Py MaBbild
2 N 2646 2 N 2647 \Y mA A mW °C
fur Impulsgeber lep =1(<5 1(<2)pA
2 N 2646 und Zeitschalter Y, =6(>4) 8..18mA 35 50 2 300 125 154
2 N 2647 und zur Steuerung UEB1 sat = 35V
von Thyristoren Res = 7,0 kQ
MaBbild 151 MaBbild 152 MaBbild 153 MaBbild 154
SOT - 54 JEDEC TO - 72 SOT - 54 JEDEC TO - 18
DIN 18 A 4 DIN18A 3
\4.\6& \{-:;9'
KAG
{ |
e 2% C NS
T 12,54
o o ‘ JL,Bmax
e D48
L =
53
! = f
IJ,; —F 11,7
|] [I min 127 ﬂ M mn 127 H[I
I [ L I
00,48 max max

Der AnschluB Ga ist mit

dem Gehduse verbunden.

Der AnschiuB Bz ist mit
dem Gehéause verbunden.
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GLEICHRICHTERDIODEN fiir hohere Leistungen

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ") lrav  Irrms lerm lesm| Urwm UrrM By Ur bei [p [ MaBbild
A A A A v \' °oC v A
BYX 90 0,2 3 25 6,0 kV 7,9 kV 125 < 15 2 161
BYX 38/ 300 (R) 6 10 50 50 200 300 150 < 1,7 20 162
BYX 38/ 600 (R) 400 600
BYX 38/ 900 (R) 600 900
BYX 38/1200 (R) 800 1200
BYX 39/ 600 (R)?) 6 9,5 120 100 600 175 < 2,0 20 162
BYX 39/ 800 (R) 800
BY X 39/1000 (R) 1000
BYX 98/ 300 (R) 10 16 75 75 200 300 150 < 1,7 20 162
BYX 98/ 600 (R) 400 600
BYX 98/ 900 (R) 600 900
BYX 98/1200 (R) 800 1200
BYX 42/ 300 (R) 12 20 60 125 200 300 175 = 14 15 162
BYX 42/ 600 (R) 400 600
BYX 42/ 900 (R) 600 900
BYX 42/1200 (R) 800 1200
BYX 99/ 300 (R) 15 24 180 180 200 300 175 < 1,55 50 162
BYX 99/ 600 (R) 400 600
BYX 99/ 900 (R) 600 900
BYX 99/1200 (R) 800 1200
BYX 25/ 600 (R)?) 20 440 360 600 175 < 1,8 50 163
BYX 25/ 800 (R) 800
BYX 25/1000 (R) 1000
BYX 96/ 300 (R) 30 48 400 400 200 300 175 < 1,7 100 164
BYX 96/ 600 (R) 400 600
BYX 96/ 900 (R) 600 900
BYX 96/1200 (R) 800 1200
BYX 96/1600 (R) 800 1600 )
BYX 97/ 300 (R) 47 75 550 800 200 300 150 < 1,45 150 165
BYX 97/ 600 (R) 400 600
BYX 97/ 900 (R) 600 900
BYX 97/1200 (R) 800 1200
BYX 97/1600 (R) 800 1600
BYX 56/ 600 (R)?) 48 75 450 800 600 175 < 1,8 150 166
BYX 56/ 800 (R) 800
BYX 56/1000 (R) 1000
BYX 49/ 300 (R) 6 9,5 20 40 200 300 150 < 2,3 20 167
BYX 49/ 600 (R) 400 600
BYX 49/ 900 (R) 600 900
BYX 49/1200 (R) 800 1200
BYX 72/ 150 (R) 10 16 50 100 100 150 150 < 1,25 20 167
BYX 72/ 300 (R) i 200 300
BYX 72/ 500 (R) 400 500

SCHNELLE GLEICHRICHTERDIODEN fiir hohere Leistungen

Absolute Grenzwerte Kennwerte

Typ") Irav  Irrms  IFrRM TEsm Urw M Urrm | O Ue bei I ter MaBbild

A A A A v \" °C \" A us
BYX 50/ 200 (R) 6 10 80 80 200 200 150 < 1,95 20 < 0,15 162
BYX 50/ 300 (R) 300 300
BYX 30/ 400 (R) 14 310 250 400 150 < 3,2 50 | < 0,35 163
BYX 30/ 500 (R) 500
BYX 71/ 350 (R) 73) 10 25 60 300 350 150 < 1.25 5 < 0,3 167
BYX 71/ 600 (R) 500 600 |
BYW 19/ 800 (R) 73) 10 20 40 800 800 150 <23 20 <1 167
BYW 19/1000 (R) 800 1000
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HOCHSPANNUNGS-GLEICHRICHTER, vorwiegend fiir Réntgenanlagen

Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Davuerbetrieb Kurzzeitbetrieb
. UrwM Irav Irrm UrwM Irav IrRm Ur bei 2A Ig
(MaBbild 168) kV A A kV A A \% rA
BYX 91/90 K 90 100 < 225
BYX 91/120 K 120 130 < 300
BYX 91/150 K 150 0,2 0.6 165 B8 8 < 375 <10
BYX 91/180 K 180 195 < 450
Ma8Bbild 161 MabBbild 162 MaBbild 163 MaBbild 164 MaBbild 165
SOD - 18 JEDEC DO - 4 JEDEC DO - 4 JEDEC DO - 4, mitM 5 JEDEC DO - 5, mitM 6
. #153
max
48 25 13'% 5
4max 0 . 1:3 X 9,5max
};Qﬁ ‘T I i ' | i W
4max nicht verzinnt = -~ :‘7“:‘ 20,3 203 :&3‘— j f
max <
- W o =g £ =
965 A K_§ 2 i l i 1 i ‘
max L 3R | 22 i 10 |
_‘ + 7 max max
/ ¥ nso Swi-—y gL ik
4 min—et-125Maxete—24 min = swi 1.98max 1572 ika Xe L8 -
w00 Ll 10-320nF max [|_|[10-320nF " Yy 7 i 150
- le—4,33 3| ow 10,72
VE 720055 max max SW17 M6
T VZ 7202191
g MaBbild 167 MaBbild 168
T;g:gd[;gé_ 5 SOD - 38 Hartpapierrohr mit Metall-
kappen
8153
4) M max
38 |
& 95max r .-_'J"e_.
O |
f 254
max
3 {
max r
b Gl Ly 2
¥ ) 298 = == = =
o 33 A
1/4-28 UNF * _— le— 718 715l
W e —_— | [ o8 BYX 9V 90K: 141...143 G
635 r BV Q1180 B
= max = BYX31/180K: 225231 vz

Unterlagen Gber Hochspannungs-Gleichrichtersidtze stehen auf Anforderung zur Verfiigung.

1) Bei der Version ohne R liegt die Katode am Gehduse bzw. an der metallischen Montagefldache, bei der R-Version die Anode.
2) Typenreihen mit kontrolliertem Durchbruchsverhalten (controlled avalanche).
%) bei rechteckférmigem Stromverlauf mit V¢ = 0,5
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THYRISTOREN fiir Netzfrequenz-Anwendungen

Absolute Grenzwerte Dynamische Werte Kennwerte
Irav Irems hHrm Irsm| Uprm | & [Sukrit  Sikrit tq Ust It | Ur bei I+ [MaBbild
Typ Urrm
A A A A Vv °C | Vius Alps| us V mA| vV A
BTW 42/ 600 R 9 14 75 150 600 125 |200 50 | < 200 1,5 50 | < 2,0 20 171
BTW 42/ 800 R 800
BTW 42/1000 R 1000
BTW 42/1200 R R 1200 , , o
BTW 45/ 400 R 16 32 200 300 400 | 125 (100 100 1,5 75| < 26 50 172
BTW 45/ 600 R — 600 | B S
BTW 47/ 800 RM?) 14 25 150 220 800 125 | 300') 200 | < 250 3,5 150 | < 3,0 50 172
BTW 47/1000 RM 1000
BTW 47/1200 RM 1200
BTW 47/1400 RM 1400
BTW 47/1600 RM 1600
BTW 40/ 400 R 20 32 200 400 400 125 | 100 100 1,5 75 | =21 50 172
BTW 40/ 600 R 600
BTW 92/ 800 RM?) 20 31 200 320 800 125 | 300') 300 | < 250 3,5 150 | < 2,3 50 172
BTW 92/1000 RM 1000
BTW 92/1200 RM 1200
BTW 92/1400 RM 1400
BTW 92/1600 RM 1600
BTW 24/ 600 RM?) 35 55 450 800 600 125 ] 200') 300 | < 200 25 150 | < 1,9 100 173
BTW 24/ 800 RM 800
BTW 24/1000 RM 1000
BTW 24/1200 RM 1200
BTW 24/1400 RM 1400
BTW 24/1600 RM 1600
BTW 23/ 600 RM?) 90 140 1250 2000 600 125 | 200') 300 | < 200 2,5 150 | < 2,2 500 174
BTW 23/ 800 RM 800
BTW 23/1000 RM 1000
BTW 23/1200 RM 1200
BTW 23/1400 RM 1400
BTW 23/1600 RM 1600
) 1000 V/us auf Anfrage
2) Typenreihen mit stoBspitzensperrspannungsfestem Durchbruch
SCHNELLE THYRISTOREN fir Mittelfrequenz-Anwendungen
Absolute Grenzwerte Dynamische Werte Kennwerte
Typ Itav') hervs Hem frsm LLI/D RM 9y SU krit St krit Uet It [MaBbild
RRM
A A A A \' & V/us Alus v mA
BTW 30/ 300 RM 16 24 150 150 300 125 > 200%) 100 < 6 2,5 200 172
BTW 30/ 400 RM 400
BTW 30/ 500 RM 500
BTW 30/ 600 RM 600
BTW 30/ 800 RM 800 <12
BTW 30/1000 RM 1000
BTW 30/1200 RM 1200
BTW 31/ 300 RM 22 31 150 225 300 125 > 200?) 100 <12 25 200 172
BTW 31/ 400 RM 400
BTW 31/ 500 RM 500
BTW 31/ 600 RM 600
BTW 31/ 800 RM 800 < 20
BTW 31/1000 RM 1000
BTW 31/1200 RM 1200
BTW 32/ 600 RM 37 55 300 600 600 125 > 200%) 100 < 25 2,5 150 173
BTW 32/ 800 RM 800
BTW 32/1000 RM 1000
BTW 32/1200 RM 1200 I
BTW 33/ 600 RM 80 110 750 1500 600 125 > 200%) 100 z 25 25 150 174
BTW 33/ 800 RM 800
BTW 33/1000 RM 1000
BTW 33/1200 RM 1200

1) bei rechteckférmigem Stromverlauf mit V1t =0,5;
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THYRISTOREN fiir spezielle Anwendungen

Absolute Grenzwerte Dynamische Werte Kennwerte N
Thyristor Itav  hrrm | Uprm | & |Sukeit  Sikrit fq Ut et Ur bei Ir Qq ;
Typ (Diode) (Irav) (IFrM) (Ug) bei (If) MaBbild
A A \' °C | Vlius Alus us \' mA \% A uAs
Thyristoren fiir Fotoblitzgerdte
BT 127350 R | 350 1. T 1 o
BT 127/750 R 3,2 750 110 | 100 <10 4 40 Z 21 10 175
Thyristor-Dioden-Kombination fir Fotoblitzgerdte
BT 143/400R | 3.2 | 400 [110 | 100 25 [ <10 [ 4 40 ] <30 30 [ | 175
Thyristor fir die FS-Horizontal-Ablenkung
BT 126 | 30 | 750 | 110 | 200 60 | <24 | 4 40| <3 20 | | 175
Thyristor-Dioden-Kombinationen fiir die FS-Horizontal-Ablenkung
3,2 30 110 <3 30
BT 128/700 R (3.2) (30) 700 (150) 800 60 | < 4,5 4 40 (< 1,65) (5) < 0,7 175
3,2 30 110 <3 30
BT 129/750 R (3.2) (30) 750 (150) 200 60 | < 2,4 4 40 (< 1,65) (5) <07 175
MaBbild 171 MaBbild 172 MaBbild 173
JEDEC TO - 64, mitM 5 JEDEC TO - 48, mitM 6 JEDEC TO - 103, mitM 8
—<Z$mw-|-—
19 | e ___155 o .
B - @ 1 s ¥ 145 ‘:L
¢ ¥® an ) min swi9 e
P93 ——— 185 Max -~ Vi ‘ / :
max B e t¥ 303 i
SW 11 §or T l Fou. 22 m I ]
A r‘a‘aj 150 ‘ul A
us T T4 %myl
VX720038.1 SWiL }— g I T g‘%
ok M i
VXT20039.2 ‘—‘:g_‘—‘—’ R
155 VD 72014
MaBbild 174 MaBbild 175
JEDEC TO - 94, mit M 12 JEDEC TO - 66
96 .88
o2 rot 10mm? 165 | Dicke 38 i _"w"“‘":t
sw27 i m;u « _E_ 1
§ A ¥
M12 = Dicke 33 i
f ¥ I gelb | 6 314 2,4 27 g:%
ke, J * el | o
- @
e - ' e —=| i
o — — o —_— — 4-]
. :?,2 Die Anode liegt am Gehduse.
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INDUSTRIE-TRIACS

(Bidirektionale Thyristoren)

Absolute Grenzwerte DynamischeWerte Kennwerte
Typ ItrMs  Itsm + UbrMm 9y Sukrit  Sikrit | Ut leT Ur bei It [MaBbild
A A \'% °C V/ws Alps v mA \'% A
BTW 43/ 600 15 120 600 125 + 50 + 50 2.5 100 <422 + 20 181
BTW 43/ 800 800
BTW 43/1000 1000
BTW 43/1200 1200
BTX 94/ 400 25 250 400 125 4+ 100 4 50 3 150 | <+ 2,3 + 50 182
BTX 94/ 500 500
BTX 94/ 600 600
BTX 94/ 800 800
BTX 94/1000 1000
BTX 94/1200 1200
BTW 34/ 600 M 55 400 600 125 + 200 4 50 2,5 200 <+ 2,1 4100 183
BTW 34/ 800 M 800
BTW 34/1000 M 1000
BTW 34/1200 M 1200
BTW 34/1400 M 1400
BTW 34/1600 M 1600
BTW 41/ 400 40 260 400 110 4+ 100 + 50 2 75 <+1,6 4+ 50 184
BTW 41/ 500 500
BTW 41/ 600 600
MaBbild 181 MaBbild 182 MaBbild 183
JEDEC TO - 64, mitM 5 JEDEC TO - 48 JEDEC TO -103, mitM 8
: % b » 5
e ) 42 "] T fo-2-ote-2 oy
L P C ;:g T o vr KA M 1 SW19 —%5.1[2—
max 19
s o T B | d 1O |-
Sw 11 ] ' mYm V ,,* m!:zf rrzgt ] ] I
A2 198% 1150 S Az | v
Lk 1072 iy Fmax | G
M5 ] T ¥ #169 | wos | |1,
720038.2 swl‘ * u% 'w
226 "2 ’ X .
2 i wnoe s o
635 %S
“max 155 VO awe
MafBbild 184
SOT - 80
34 max s B
+—Q — |G — - U
?4“ [ : ’ ‘ ‘ Metall ( mex
10,5 | ; '
23 4,7 min

|
|
LT!

6,35
..2"82_ e [T
Y )
Wt o) o — 24
= —
\ | aesm
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ZUBEHORTEILE fir Gleichrichterdioden, Thyristoren und Triacs

Standard-Kuhlkorper

Bezeichnung Wadarmewiderstand (K/W) .
nach bei naturlicher bei forcierter ur Typ
DIN 41882 Kihlung Luftkihlung, 5 m/s Bolzengewinde

K 15 < 14,5 3,0 10—32 UNF 2 A 56268
M5 56362
K9 < 9,0 2,0 10—32 UNF 2 A 56 256
M5 56350
K5 < 5,0 14 10—32 UNF 2 A 56334
M5 56349
M8 56277
K3 2,8 0,7 10—32 UNF 2 A 56319
1/4—28 UNF 2 A 56253
M5 56348
M6 56312
M8 56271
M 12 56274
K1,1 1,1 0,3 1/4—28 UNF 2 A 56278
M5 56361
M6 56313
M8 56314
M12 56280
K 0,55 0,55 0,22 M8 56318
M12 56315

" StranggepreBte Profil-Kihlkérper

T Abmessungen Wadarmewiderstand ') bei Ldange und Leistung
YP (in mm) Rih k (K/W) L (cm) P (W)
56230 59,7 x 109 x 1500 1,5 30
56231 59,7 x 165,5 x 1500 0,55 - 30 100
56293 115 x 115 x 1500 0,3 30 300

1) Die Werte gelten fur natirliche Kihlung und matt geschwdrzte Kishlkorper; bei ungeschwdrzten Kishlkérpern liegen die Werte

um ca. 209, héher.

Montageleisten

56233
56234

fur isolierte Montage von Standard-Kihlkérpern K 15 und K 9
fur isolierte Montage von Standard-Kihlkdrpern K 5 und K 3
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FOTODIODEN

. Grenzdaten
wirksame
Typ Gehduse Flache Ur Ir I Prot 9y (Yu)
2
s v mA mA mW °C
Silizium — Fotodioden
BPX 94 TO-18 mit Glasfenster 1,44 18 2 300 150
BPX 98 Schutzlackierung 1 5 10 125
BPY 13 TO-5 mit Glasfenster 12 + 1 50 3 30 (100)
SILIZIUM-NPN-PLANAR-FOTOTRANSISTOREN
) wirksame Grenzdaten
Typ Gehduse Flachze Uceo Iem Proi 9 Rih u
KSR ' mA mW °C K/mW
BPW 22 Kunststoff 30 50 50 100 1,5
BPX 25 TO-18 mit Glaslinse achi
groBflachige 00- 0.4
BPX 29 TO-18 ohne Linse Si-Fotodiode = i ® 10 B
B 7 ~ TO-18 mit Kunststoffvergu 0,1 30 50 180 125 0,55
BPX 71 Metall/Keramik mit Glaslinse 0,1 50 50 50 150 2,0
BPX 95 Kunststoff 0,1 30 50 100 100 0,75
MaBbild 191 MaBbild 192 MaBbild 193 MaBbild 194
JEDEC TO - 18 ~ JEDEC TO -5
DINSA?2
oy 15—
] -
1 a 034
Ak LA
| 55 |8
35 | [ 1
‘ P b b~ TN l
: .‘ 1 H
l | : lL,0m§in ilj LI H
n?‘asx v I.IC 15,5min
! g+ e ﬁ
| . | 0,6 max > (=06 max
i L2,54 v nazsen
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Kennwerte bei 9y = 25°C
Maximum der | | i
saniialan Empfindlichkeit ‘ Hellstrom Dunke s.trom MaBbild
Empﬁndlichkeif IR bEI UR und E IRO bel UR
800 nm 9 nA/Lx 9 vA 15V 1000 Lx 1 nA 15V 191
800 nm > 30 nA/Lx > 30 pA ov 1000 Lx < 1uA 1V 192
920 nm > 40 nA/Lx > 40 pA 20V 1000 Lx < 1uA 20V 193

Kennwerte bei 9y = 25°C
Dunkelstrom Hellstrom Schaltzeiten MaBbild
Ico bei Uce Ic bei Uce und E fe t
< 0,1 pA 20V > 6 mA 5V 5 mW/cm? 7.5 is 7,5 us 194
> 5 mA < 3uyus < 4uys 195
0,5 nA 24V 6V 1000 L
= Gak > 250 A i < Bps < Bus 196
0,3/1 mA < 10 ps < 10 ps
< 0,1pA 20V 0.9/3 mA 5V 1000/2500 Lx < 20 us < 20 us 197
< 25 nA 30V 1 mA 5V 1000 Lx < 30 us < 20 ps 198
< 0,1 pA 20V > 5 mA 5V 1000 Lx 6 us 4 ps 199
MaBbild 195 MaBbild 196 MaBbild 197 MaBbild 198 MaBbild 199
~ JEDEC TO - 18 JEDEC TO- 18 ~ JEDEC TO- 18 ) SOD -39 B

234
10—
213 - 508
RO,;SA | Emitter 492 ‘o
| v
06 ] /. N
Q4 b
% ]
A
Glaslinse
s 508 o
) ] A a5
I J————. [P /‘\
) - ‘0.13 ‘
! 91
2.9 . !
192 226 1 i i
259 703 17 Keramik 8824 |
157 i B
11 -
158 : 2V
™ N min »J I‘ F—}Z
H | 45 Kollektor i 0.6‘
i ] L 59 — A
e B 254
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GaAsP- und GaP-LUMINESZENZ-DIODEN

Grenzdaten
Typ Gehduse Ur I Piot &y Rih u
\' mA mW °C K/mW
Anzeigenelemente
CQY 24 A Kunststoff, rot, diffus, 5 mm &J 3 50 100 100 0,625
CQY 46 Kunststoff, rot, glasklar, 5 mm &
CQY 47 Kunststoff, farblos, glasklar, 5 mm ¢ B AR foe 10 o8
CQY 53 Metall/Kunststoff, glasklar, 4 mm 3 70 125 85 0,32
CQY 54 Kunststoff, rot diffus, 3 mm & 3 50 100 100 0,625
gg; 2} g Kunststoff, farblos, diffus, 5 mm &J 3 50 100 100 0,75
CQY 79 Kunststoff, rot, glasklar 3 50 100 100 0,75
CQY 88 Kunststoff, rot, glasklar, 3 mm ¢ 3 10 20 100 2,0
gg; o Kunststoff, grin, diffus, 3 M™ % 3 20 60 100 0,75
gg; ”» Kunststoff, gelb, diffus, 3 ™™ g 3 20 60 100 0,75
7 Segment-Anzeigeelemente
CQY 25 Kunststoff, 4,8 mm x 6,3 m 3 10") 160 85 0,375
CQY 81 Kunststoff, 10,16 mm X 19,05 mm 3 301) 400 85 0,15
CQY 84 Kunststoff, 20,32 mm x 29,6 m 3 25 400 85 0,15
1) pro Segment bzw. fir das Dezimalstellenzeichen
GaAs-LUMINESZENZ-DIODEN
Grenzdaten
Typ Gehduse Anwendung Ur Ir lem Piot 9y Rihu
Vv mA mA mW °c K/mW
CQY 11 B TO-18 mit Fenster
cQY i1 C TO-18 mit Linse ——— 2 30 200 0 125 06
CQY 49 B TO-18 mit Fenster Strahlungsquelle
CQY 49 C TO-18 mit Linse 2 100 1000 150 125 0,665
CQY 50 Metall/Keramik
CcQY 52 it Claslinss Rl 2 100 500 150 125 0,66
CQY 58 Kunststoff Abtastung 2 50 75 100 1,0
MaBbild 201 MaBbild 202 MaBbild 203 MaBbild 204 MaBbild 205
’\Qf\
& .
L< 5,08
4,90
0,6max T ] # 33max 28N e
| 3,07 61 19—
iﬁ..‘ f W/h > 095 - |
7D ”7 Yy - e k
! | f 7
gﬁ ‘ ) 513) 13 25
001 max max
3 - ! B e '
?‘»127]01 -413:8 ijlé:w .Z.ﬁ\ K‘urfw,st- ﬁ uO.fIJ *‘LITL‘%S «| 085 | KB"'" 26690
4 min 06 o st ~— e " min medx o r;;
min K i L.A max i >A7‘f_l ! %%5 }t u ‘"1\‘02” 043
’—r_, =254
DY ! : % g,rsf:"os
Jz‘sal- JL % o
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fur den sichtbaren Spektralbereich (rot, griin, gelb)

Kennwerte bei 9 = 25°C
Farbe A AN Ur bei Ie (o} | B MaBbild
nm nm \" mA mim mcd cd/m?
rot 650 20 1,7 (< 2) 20 1,5 1,5 510 201
rot 650 20 1,6 < 2) 20 2,5 0,8 2380 202
rot 650 20 1,5—1,75 10 > 0,115 203
rot 650 20 1,7 (< 2) 20 0,9 204
rot 650 20 1,6 (< 2) 20 i : < 201
rot 655 2 20 0,4 205 |
rot 650 1,7 (< 2) 5 0,5 204 |
grion 560 <3 10 8 g’g 381
gelb 580 gl 10 > e
Ziffernhohe
2,9 mm 1,7 (< 2) 5 1020
7,6 mm 650 20 1.6 (< 2) 20 0,25
19.6 mm <2 20 0,25
fur den Infrarot-Bereich
Kennwerte bei 9 = 25°C
A AN Uk bei Ie tr, 1f Strahlungsintensitdt | MaBbild
nm nm \ mA ©s mW/sr bei Ig(mA)
880 40 1,31,5 30/200 <01; < 0,1 e 20 o
930 50 1,3 50 0,6; 0,35 23 50 .
930 40 1,3/2,3 50/500 0,6; 0,35 B 20 210
875 50 1,2 20 0,02; 0,02 0,8 20 211
MaBbild 206 MaBbild 207 Mafbild 208 MaBbild 209 MabBbild 210 MaBbild 211
BTN
J 034
Katode —

" (Kovar)

_Glas-
/ linse

_ Kovar-
ing

| s

Jo f()ﬂ

- Keramik

|

3
“~Anode

re- ?Tlxgxa > (Kovar)

T%E% r
|

R
LT
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OPTOELEKTRONISCHE KOPPELELEMENTE

Grenzdaten
T GaAs-Diode Fototransistor
e Ir P 9y Rihu Uceo Ic P 9y Rinu
mA mW °C K/mwW \" mA mW °C K/mW
CNY 22 50
CNY 23 30 50 125 1,2 30 30 200 125 0,5
CNY 42 50
CNY 43 30 50 125 12 30 30 200 125 0,5
CNY 44
CNY 46 30 50 125 0,5 50 30 80 125 1,2
CNY 46 A
CNY 47
CNY 47 A 30 100 100 0,75 30 30 150 100 0,5
CNY 48 60 100 100 0,75 30 100 150 100 0,5
LUMINESZENZDIODEN-ZEILEN aus selektierten CQY 50
Stellen- RastermaB PlatinenmaB DurchlaBspannung Strahlungsleistung
Typ Zahl mm mm bei [g = 50 mA
CQY 63 9 2,54 25,4 x 45,7
CQY 64 12 6.35 25.4 X 95.25 535 051 e 10 00 WY
FOTOTRANSISTOREN-ZEILEN aus selektierten BPX 71
fuith | Hellstrom
Typ Stellen- Rastermal Platinenmal Dt{nke strom bei Ueg = 5V
zahl mm mm bei Ucg = 30V und E = 20 m W/em?
BPW 26 9 2,54 25,4 x 45,7
BPW 27 12 6.35 25.4 X 95.25 <100nA 2..12mA
LESEZEILEN fiir Lochkarten und Lochstreifen
Kombination Hellstrom')
Typ von Lumineszenzdioden-Zeile selektiert aus bei Ucg =5V
und Fototransistor-Zeile und [ = 50 mA
CNY 26 E CQY 63
CNY 26 CNY 26 R BPW 26
peprs - 4(2,5...10) mA
Q
CNY 27 CNY 27 R BPW 27

') bei 2,5 mm Abstand zwischen Lumineszenzdiodenlinse und Transistorlinse
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Kennwerte bei 9g = 25°C
GaAs-Piode Fotofran.sisfor Koppelelement MaBbild
Ue bei Ie Ico bei Uce Ic/IF te, 1 Ck ris Uis
\ mA nA \4 s pF Q \
> 0,25 10 > 2800
1,2 8 < 100 10 205 5 1 > 10 < 2000 221
> 0,25 > 2800
1,2 8 < 100 10 205 5 1 > 10t < 2000 222
> 0,3 223
1,2 10 < 100 15 > 0,3 2 = 1010 > 1000 224
> 0,45 224
1,2 10 < 100 10 > 02 5 1 > 10" > 2000 225
’ > 0,4
1.2 10 < 100 10 > 6 < 100 1 101 > 1500 225
MaBbild 221 MaBbild 222
17,7 MO e - 16,4max L2
S R -] [REranAmax = s - 136max - - Pmax =
I ¥ -
% 8 0w /_\L 1 %‘é 315;3
AW 1 L .. ) .
ne L i 3 g ¥ w7 39 )
R R (LY W . 31
LIS + ! Y
—— 152 — -L,zv‘# S Dg"s‘g & :‘Olmm 15,26 & tahe DS‘ES
§ '
254 . 15
o= & —— B Lz o -4\ <P fey
ah-— —— — — —f=ma o kL ™
e = K =) : i
127 1
wames 4 wazesy b
MaBbild 223 MaBbild 224 MaBbild 225
JEDEC TO - 12 JEDEC TO - 12
DIN5SC4 DIN5C4
f 8,3max —|

12,7
min

} VX722015.1/8

# 048 max

Die Katode ist mit dem
Metallgehause verbunden.

Die Katode ist mit dem
Metallgehause verbunden.

=

Fe—— 6,4 max

—
oo
Nw

9,5max

VP 7222231
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CdS-FOTOWIDERSTANDE

Grenzdaten
Lkt~ wirksame Us Piot Piot I du
Typ atifall Flache fu = 25°C Py =70°C
cm? \'% mW mW mA °C
LDR 03 (ORP 12) 150 200 (40°C) 100 (50°C) 60
LDR 05 (RPY 30) 150 200 (40°C) 100 (50°C) 60
LDR 07 150 200 (40°C) | 100 (50°C) ) 60
ORP 60 frontal 2 mm? 350 70 20 7,5 70
ORP 61 seitlich 2  mm? 350 70 20 7,5 70
ORP 62 seitlich 5 mm? 350 100 30 70
ORP 69 seitlich 1,25 mm? 350 100 30 RO (8
RPY 33 frontal 0,15 50 75 60
RPY 58 A seitlich 0,25 50 100 0 25 70
RPY 71 seitlich 0,25 50 50 0 20 70
RPY 83 seitlich 0,25 50 50 0 20 70
INFRAROT-DETEKTOREN
Empfindlichkeits- Betriebs- |strahlungsempf. Zeit- Detektivitat
*
Typ Bereich Maximum | temperatur Flache Widerstand konstante O mal:)z 800,1)
wm pwm K mm X mm us cm - Hz'V2 - WA
Indiumantimonid
ORP 10 (7632) sichtbar...7,5 6,0...6,3 295%) 6,0 x 0,5 30 . 120 Q ~ 0,1 2,0-10°
ORP 13?) 6,0 x 0,5 20 ... 60kQ ~ 5 5,5 +10%°
RPY 31?) 4,0 x 4,0 1 we BHKkQ| &5 4,0 - 10%°
RPY 35%) 4,0 x 4,0 1 o ~5kQ| = 5 4,0 - 101°
RPY 362 sichtbar ... 5,6 5,3 77 6,0 x 0,5 8 ... 20kQ| < 2 2,0 -10%°
RPY 513) 0,5 x 0,5 1,2... 35kQ | < 4 9,0 - 10°
RPY 56°%) N Innen @ 5 mm| 130 ... 350 Q 4..8 > 4,0-10° |
i Sdupar. 2o 80,55 98 2,0x 20 |500 ..1500Q | < 0,1 1,5-10°
Bleisulfid
RPY 75 :
sichtbar... 2,8 1,5...2,1
REY 16 295 1,0 x 1,0 | 200 ...1000 kQ | < 400 2,0 - 10t
RPY 75A
RPY 76A 1,528 15,21 ,
61 SV (7634) sichtbar ... 3,5 2.2 1,5MQ ~ 100 4,0 - 10%°
62SV sichtbar .35 2,5 SR | BRReD 15MQ ~ 175 6,0 - 1010
Triglyzinsulfat
RS 70.1804 2 mm
RS 70.1805 235 +10...+40°C 3 s
RS 73.1823 8...30 +10...+40°C 1 x1 >2.108
RS 73.1824 2...80 +10...+40°C 2 %05
RS 73.1825 2.:15 —40...+45°C 0,5 x 0,5
') Montage auf Wdarmeableitung
2) Kihlung durch flissigen Stickstoff
%) Kihlung durch flissigen Stickstoff oder Joule-Thomson-Kihler
SOLAR-ELEMENT
) Kenn- und Betriebswerte bei E = 100000 Lx
Typ Art, Aufbau Abni\:.s:‘umngen w;:rllésccrl]me Gewicht | bei Leistungsanpassung | KurzschluB-| Leerlauf-
= U ! P strom spannung
34 Einzelelemente
BPX 4TA |, ischen Glasplatten 356 x 456 867 cm? 2,4 kg [155V 700 mA 10,9W | 720 mA 20,5V
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Kenndaten

Dunkel- ; Hell- N ;

5 bei u : E Spannungsabhdngigkeit bei U
w'de&séand v widerstand b des Hellwiderstandes Vv

> 10 75 ... 300 1000

> 10 7555300 1000

> 10 | ~75..300 1000 )

> 200 300 60 kQ 50 1,5 0,5...30

> 200 300 60 kQ 50 1.5 0,5 ....30

> 150 300 45 kQ 50 1,4 0,5...30
~ > 100 300 30 kQ 50 14 05..30 N

= 01 50 1:68..:+: 5,1 kG 25

> 0,2 50 600 50

> 0,6 50 2.4 .6 kO 10 0,9 ... 1,2 0.1 o 1

> 0,6 50 30 kQ 10 0,9...11 01.. 1

INFRAROT-DETEKTOREN
Empfindlichkeits- Betriebs- strahlungsempf. Zeit- Detektivitat
Typ Maximum temperatur Flache Widerstand konstante D*
wm K mm X mm Q ws cm + Hz'/2 - W-1

Cadmium-Quecksilber-Tellurid
RS 70.1612 | 0,23 x 0,23 200 0,4 4,5 - 10°
RS 72.1621 0,23 x 0,23 .
RS 72.1623 ko 25 0,075 x 0,075 i 0.3 14 - 10
RS 73.1628 0,23 x 0,23 200 0,4 4,5 - 10°
RS 73.1630 0,05 x 0,05
RS 73.1631 8,?173 X 8,%2 0.8 - 10"
RS 73.1632 . x 0, ’
RS 73.1633 11 5015 771) 0,225 x 0,225 20 ... 200 =&
RS 73.1634 05 x 0,5 .
RS 73.1635 1.0 x 1.0 055 -10%
RS 73.1640 0,05 x 0,05
RS 73.1641 0,075 x 0,075 0.8 - 10"
RS 73.1642 5 0,115 x 0,125 ’
RS 73.1643 .15 773 0,225 x 0,225 20... 200 <1
RS 73.1644 0,5 x 0,5 .
RS 73.1645 1.0 x 1.0 0,55 - 10%
RS 73.1650 0,05 x 0,05
RS 73.1651 0,075 x 0,075 08 . 10%
RS 73.1652 E 0,115 x 0,125 ’
RS 73.1653 M 5515 773) 0,225 x 0,225 20... 200 z« 1
RS 73.1654 05 x 0,5 .
RS 73.1655 10 % 1.0 0,55 - 10

1) eingebaut in Dewar-GefaB GC 1 A

2) eingebaut in Dewar-Gefal3 G

0
P
>

3) eingebaut in Dewar-GefaB R 60

Neben dem Standardprogramm fertigen wir Sonderausfihrungen auf Kundenwunsch.
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GUNN-EFFEKT-ELEMENTE fur Mikrowellen-Oszillatoren

Typ Frequenzbereich Ausgangsleistung Spannung Strom MaBbild

CXY 11 A 8(> 5)mw

CXY 11 B 8..12 GHz 12(> 10) mW 7V 140 mA 231

CXY 11 C 20(>15) mW

CXY 14 A 8(> 5)mw

CXY 14 B 12...18 GHz 12(> 10) mW 6V 140 mA 231

CXY 14 C 20(> 15) mW

CXY 16 A 50... 75 mW 350 mA

CXY 16 B 75...100 mW 450 mA

CXY 16 C 8...12 GHz 100 ... 200 mW 8V 700 mA 231

CXY 16 D 200 ... 300 mW 850 mA

CXY 16 E 300 ... 400 mW 1100 mA

CXY 17 A 50 s 75 mWY 400 mA

CXY 17 B 75...100 mW 600 mA

CXY 117 C 4.. 8GHz 100 ... 200 mW 10V 900 mA 231

CXY 17D 200 ... 300 mW 1000 mA

CXY 17 E 300 ... 400 mW 1100 mA

CXY 18 A 50... 75 mW < 650 mA

CXY 18 B 75...100 mW < 1000 mA

CXY 18 C 12...18 GHz 100 ... 200 mW 6V 1200 mA 231

CXY 18 D 200 ... 300 mW 1500 mA

CXY 18 E 300 ... 400 mW 1650 mA

CXY 21 8 ...12 GHz > 50 mW 9,5V < 250 mA 231
IMPATT-DIODEN fiir Mikrowellen-Oszillatoren

Typ Frequenzbereich Ausgangsleistung Spannung Strom MaBbild

BXY 50 8...10 GHz > 500 mW 90 VvV 135 mA 232

BXY 51 10...12 GHz > 400 mW 80 Vv 120 mA 232

BXY 52 12...14 GHz > 300 mW 70V 120 mA 232

BXY 60 6... 8 GHz > 650 mW 120 vV 125 mA 232
MaBbild 231 MaBbild 232
soD - 31

310
2300

1

56

= i
| 14160 5208
+ %152 P98
=¥

i
160
°1_;>2

V27200172

> $2,1max<—

|5 162
i
|| ]

+* 1,62
1,53

i
4

e 8121 10,66

298 10,36 “

Y
1,80
1,50

)

120186




SCHOTTKY-BARRIER-MIKROWELLEN-MISCHDIODEN

Typ fir Frequenzbereich Rauschzahl ZF-lmpedanz Ir bei 0,5V Ir bei 0,5V MaBbild
BAT 39 6 dB

BAT 51 (R) 7 dB

BAT 52 (R) 12...18 GHz 8 dB 270 Q 9 mA 3uA 242
BAT 59 26... 40 GHz 8,5 dB 7 1000 Q 2mA | 2 uA | 24
BAV 71 241
BAV 72 26...40 GHz <10 dB 1000 Q > 0,5 mA < 0,2 A 243
BAV 96 A 7,5dB

BAV 96 B 7 dB

BAV 96 D 6 dB

Bﬁw 95D 7,8 dB

BAW 95 E 7,2dB

BAW 95 F 8...12 GHz 6.8 dB 415 Q 244
BAW 95 G 6,3 dB

MIKROWELLEN-DETEKTORDIODEN

Typ Art fur Frequenzbereich Rauschzahl ZF-Impedanz MaBbild
AEY 29 (R) 12...18 GHz 300 Q 242
Ge-Detektordiod
AEY 31 (A) i 1...18 GHz 9,5 dB 300 Q 243
BAY 46 Si-Schottky-Barrier- 1...18 GHz 10 dB 850 Q 245
BAYV 97 Detektordioden 1...18 GHz 10 dB 500 Q 243
MaBbild 241 MaBbild 242
SOD - 42 SOD - 49
e — 8160
=1 & 1T ? B .
I T e N e P 95een , 5.159 | . - ] 2 ¥ u,asja.so Q,'{E??::,’{,‘p%i'ﬂi“se'
g ; 5,46 [T %076 i’-.67 R: Katode am Gehéuse,
| i 1 o = blauer Farbpunkt.
i:;# 13 -l g it
716 -l (20 0N 19,43 min |
6,65 18,67 VY 720029
MaBbild 243 MaBbild 244 MaBbild 245
SOD - 50 JEDEC DO - 22 ~ JEDEC DO - 23

- 2o~ A 0,25
i - -l -
! ! I3 E A & : 1
7518 46,350 2,388 ¢6,096
22 4159 L3 81t —— - - : > 61 456 2,39
Fem P8 T S i it 7u7 Pee :[l‘z,gav b *max ‘T. >+ '2%4
l l L vt t L oo S S q Vel
- 5,055 482 93 |07
; | R e ey | 6572 90 ™ max
— 038 938 = r— rigs ™ max ™ | | % he
i, _sp OB 19888 o L 202 ' 487 ]
484 non Tl 19,126 f 19,81 vor0z1
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BEDEUTUNG DER FORMELZEICHEN

B

Ck

Cp

for
fr
lgr
Ic

Ic av

lem

Icp o

Irm

IFrR M

I RMs

lesm

I

’(30 M

lges

leT

Gleichstromverstdrkung
in Emitterschaltung

Kapazitat
Koppelkapazitat
Sperrschichtkapazitdt
Detektivitat

Beleuchtungsstdarke

Bestrahlungsstdrke
fur Nichtzindung

Bestrahlungsstarke
fur Zindung

Rauschzahl
Frequenz
Grenzfrequenz
Transit-Frequenz
Durchbruchstrom
Kollektorstrom

Kollektorstrom,
arithm. Mittelwert

Kollektorstrom,
Scheitelwert

Kollektorreststrom
bei offenem Emitter

Dunkelstrom
Drainstrom

Drain-Source-
KurzschluBstrom

DurchlaBstrom

DurchlaBstrom,
arithmet. Mittelwert
bzw. Dauvergrenzstrom

DurchlaBstrom,
Scheitelwert

DurchlaBstrom, period.
Scheitel- bzw. Spitzen-
wert

DurchlaBstrom,
Effektivwert

StoBstrom-Grenzwert,
Scheitelwert einer sinus-
férmigen Stromhalb-
welle bei 50 Hz-Betrieb

Gatestrom

Hochstzuldssiger
Spitzenstrem bzw.
Strom des Steueran-
schlusses, Scheitelwert

Gesamtstrom,
Stromaufnahme

Zindstrom,
oberer Streuwert

In
Ik

Im

lo Av

lor M

losm

lek o

IR

Iro

IR
I
It Av

ITrMm

IT RMs

Itsm

Iz av

Iz m

lo

NEP

PL
Ps

Piot

Qs

Haltestrom
Katodenstrom

Héochstzulassiger
period. Spitzenstrom

Ausgangsstrom,
arithmet. Mittelwert

Ausgangsstrom, period.
Scheitel- bzw. Spitzen-
wert

Ausgangs-StoBstrom,
Scheitelwert einer sinus-
formigen Stromhalb-
welle bei 50 Hz-Betrieb

Katodengate-
Dunkelstrom

Sperrstrom

Dunkelstrom einer
Fotodiode

Sperrstrom
DurchlaBstrom
Davuergrenzstrom

DurchlaBstrom, period.
Scheitel- bzw. Spitzen-
wert

DurchlaBstrom,
Effektivwert

StoBstrom-Grenzwert
Scheitelwert einer
sinusférmigen Strom-
halbwelle bei 50 Hz-
Betrieb

Strom im Durchbruchs-
gebiet

Strom im Durchbruchs-
gebiet, arithmet. Mittel-
wert

Strom im Durchbruchs-
gebiet, Scheitelwert

Dunkelstrom

Aquivalente
Rauschleistung

Verlusleistung
Ausgangsleistung
Steuerleistung

Gesamtverlustleistung
ohne Bem. dy = 25°C

() 9y = 45°C
e Hy = 50°C
[1] #y = 75°C
i dg = 25°C
2 b e = 45°C
S #e = 60°C
e de  90°C

Sperrverzugsladung

Rihc Warmewiderstand
zwischen Sperrschicht
und Gehduse(boden)

Rihu Wadrmewiderstand
zwischen Sperrschicht
und Umgebung

rps ein DurchlaBwiderstand
rps aus Sperrwiderstand

lis innerer Isolations-
widerstand eines
Koppelelementes

re Gleichstrom-DurchlaB-
widerstand von Dioden

rz Dynamischer Wider-
stand im Durchbruchs-
gebiet

s Empfindlichkeit

Sikrit  Kritische Stromsteilheit

Su krit Kritische Spannungs-
steilheit

tqt Zindzeit
1q Freiwerdezeit

tre Sperrverzégerungszeit
(reverse recovery time)

Us Betriebsspannung,
Speisespannung

Ubatt  Batterie-(Speise-)
nung

Ugr  Durchbruchspannung

Ucg Kollektor-Basis-

Spannung

Ucgo Kollektor-Basis-
Spannung bei offenem
Emitter

Kollektor-Emitter-
Spannung

Uce

Uceo Kollektor-Emitter-
Spannung bei offener
Basis

Uck sat Kollektor-Emitter-
Restspannung

Up  Hochstzuldssige Vor-

wadrts-Gleichspannung

Up r m Sperrspannung, period.
Spitzenwert in Sperr-

richtung
Ups Drain-Source-Spannung
Ur DurchlaBspannung

Uga A Sperrspannung
Anodengate/Anode

UgakrSpannung
Anoden-SteueranschluB-
Katode

Uck k Sperrspannung
Katodengate/Katode

Uckko Spannung
Katoden-Steuer-
anschluB-Katode

UcaaoSpannung
Anoden-SteueranschluB-

Anode

Ugs Gate-Source-Spannung

Uet Zindspannung, oberer
Streuwert

Uis Prifspannung fur
Isolation

Up Abschnirspannung

Ur Sperrspannung

Urm Sperrspannung,
Spitzenwert

Urrm Sperrspannung, period.

Spitzenwert in Sperr-
richtung

Urw m Sperrspannung, period.
Scheitelwert

Ur DurchlaBspannung

Usr rms Transformatorspannung,
Effektivwert

Uz Spannung im Durch-
bruchsgebiet

Vo Leistungsverstdrkung

y21e VYorwadrtssteilheit (Trans-
mittanz) in Emitter-
schaltung

y21b  Vorwadrtssteilheit (Trans-
mittanz) in Basisschal-
tung

y21s  Vorwadrissteilheit (Trans-
mittanz) in Source-
schaltung

y12e Ruckwadrtssteilheit
(Remittanz) in Emitter-
schaltung

y12b RUckwdrtssteilheit
(Remittanz) in Basis-
schaltung

8 Kleinsignal-Stromver-
starkung in Emitter-
schaltung bei kurz-
geschlossenem Aus-
gang

A Wellenldnge

e Gehdusetemperatur

9y Sperrschichitemperatur

dk Kuhlblechtemperatur

du Umgebungstemperatur

n Wirkungsgrad
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Transistoren
Dioden
Referenzelemente, Z-Dioden T
Gleichrichterdioden

Thyristoren, Triacs

Optoelektronische Halbleiterbauelemente
Infrarot-Detektoren
Mikrowellen-Halbleiterbauelemente
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